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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

® Halbleitervorrichtung und Verfahren zum Herstellen von dieser durch Chipvereinzelung 

® Eine Schutzlage wird an einer Montagevorrichtung be- 
festigt und Bereiche der Schutzlage, die Bereichen ent- 
sprechen, an denen ein Zerteilen durch Chipvereinzelung 
durchzufuhren ist, werden entfernt, um Rillen auszubil- 
den. Dann wird ein Halbleiterwafer an einer der Montage 
vorrichtung gegenuberliegenden Seite mit der Schutzla- 
ge verbunden und wird die Montagevorrichtung von der 
Schutzlage und dem Halbleiterwafer gelost, die miteinan- 
der verbunden sind. Danach wird der Halbleiterwafer 
durch Chipvereinzelung entlang den Rillen der Schutzla- 
ge in Halbleiterchips zerteilt. Da die Schutzlage nicht 
durch die Chipvereinzelung zerteilt wird, werden keine 
Bruckstucke der Schutzlage erzeugt, was eine Verunreini- 
gung an den Chips verhindert. 
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Beschrcibung 

Die vorlicgcndc Iirfindung bciriflTi cin Vcrfahrcn zum 
TTorsiellen cincr Halhlciicrvorricrilung rlurch Chipverein/.e- 
lung b/.w. Dicen cincs mil cincr Schutzlagc bedccklen TTalb- 
leilcrwufers entlang von Rii/.linien, cine durch das Vcrfah- 
rcn hergesiellie llulhlciicrvorrichlung und cine fur das Vcr- 
lahren verwendbare Waler-l.oscvorriehlung. 

Wic cs in viclcn Druckschrilien. wic zum Bcispiel dcr JP- 
A- 10-242253. dcr JP-A-7-99 172. dcr US-A-5 824 177 und 
<icr M)2 681 olfcnbari isi, isu wenn cin Halbleiier- 

wafcr. tier niehrcre bcwcglichc Abschniltc aufwcisl. in nieh- 
rcrc Chips /cricili wird, cine Schutzlagc an dem Halblcitcr- 
wafer angcbraehi, uni die bcwcglichen Abschniltc zu schiil- 
/.en. in dicscni /usland wird dcr Hulbleitcrwafer in cinem 
Waferschneulesclirui /.usjiiimen mil dcr Schul/.lagc in die 
Chips vcrcin/cli. 

Bci dcin /.uvor heschricbenen Vcrfahrcn im Stand dcr 
Tcchnik werden jedoch. da die Schutzlagc zusammcn mil 
dem Ilalblcilerwulcr vercin/elt wird. Bruchsliickc dcr 
Schul/.lagc. wic /.uni Bcispicl organischc Klebsi off parti kcl 
durch das Zerteilen cr/cugl und hal'lcn ais Vcrunrcinigungcn 
an den Chips. Die Bruchsliickc konncn dcrari an auf den 
Chips ausgebildcien lilckirodcn button, daB die lilckirodcn 
hinsichtlich cincr cicklrischcn uiul mcchanischcn Vcrbin- 
dung nachtcilig becinlriichligi werden. 

Wcilcrhin muB bci dem Vcrfahrcn im Stand dcr Tcchnik 
die Schui/.lage von den ( 'hips eniferni werden. naehdem dcr 
Warerschncidcsehriil ausgcluhn worden isi. 

Wcnn die Schut/.lage 1'csl mil dem Ilalhleilcrwafcr vcr- 30 
bunden ist. isi das Hntfcmcn dcr S chut /.I age schwicrig und 
kann durch cine Bclastung Beschudigungen an den ('hips 
verursachen. Dcshalb isi die Schul/.lagc mil cincr verbal t- 
nismaBig kleinen II alt k rail mil dem ITalblciierwafer vcrbun- 
den. Auigrund desscn wird die Schul/.lagc wahrend des Wa- 
le rschncidcsc hri Its leicht von dem llalblciterwafer getrennt. 
A Is lirgebnis kann die Schut/.lage die bcwcglichen Ab- 
schnillc nichl ausreichend schiil/en. 

Die vorlicgcndc Erhndung isi im Tlinblick auf die vorhcr- 
gehenden Problcme geschaffen worden. 

liinc Aufgabc dcr vorlicgcnden Erfindung bcsicht darin, 
zu vcrhindcrn, daB cine Halblcitervorriehtung durch Bruch- 
stuckc cincr Schul/.lagc vcrunrcinigt wird, die er/cugl wer- 
den. wcnn cin mil dcr Schut/.lage bedecktcr Halblcitcrwafer 
durch Chipvcrcin/.clung zerteill wird, um die Halblcilervor- 
richtung aus/.ubilden. liinc weilcrc Aufgabe dcr vorliegen- 
den Erfindung beslchl darin, cine TTalblchervonrichlung und 
cin Vcrfahrcn /.um Ilcrsicllcn dcr Tlalblcitcrvorrichlung zu 
schaffen, die inistandc sind. cin Abtrenncn dcr Schut/.lage 
zu vcrhindcrn. 

Diese Aufgabe wird mil den in den Anspriich.cn 1,8. 12 
14, 15 und 16 angegebenen MaBnahmen gclost. 

Wciterc voneilhafle Ausgcslallungen dcr vorlicgcnden 
Erhndung sind Gcgensland dcr abhangigen Anspriiche. 

GemaB cinem Aspckl dcr vorlicgcnden Erfindung wird 
bci cincrn Vcrfahrcn /.uni TIerslellcn cincr Halbleiicrvorrich- 
lung, nachdem cine Schul/.lagc an cincr Mont age vorrich- 
lung bcfestigl worden ist. cin Wafcrschneidcbcrcich dcr 
Schut/.lage cnlfcml. Dann wird cin Halbleiierwafcr mil dcr 
Schutzlagc verbunden und wird die Mont age vorrich lung 
von dcr Schul/.lagc und dcr Ilalblcitcrvorrichlung gclost. 
wodurch dcr Halbleiierwafcr aus dem Wafcrschneidcbc- 
rcich dcr Schul/.lagc frciliegi. Dann wird dcr Halbleiierwa- 
fcr durch Chipvcrcin/.clung cntlang des Waferschneidebc- 
rcichs /.crtcilt. um die TTalblciicrvorrichiung aus/.ubildcn. 

Bci dem /.uvor beschricbcncn Vcrfahrcn werden. da dcr 
Wafcrschneidcbcrcich dcr Schut/.lage cnlfcrnt wird und die 
Schut/.lage nichl durch die Chipvcrcin/.clung wird, kcinerlci 
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Bruchsliickc dcr Schut/.lage durch die Chipvcrcin/.clung cr- 
zeugl. Als lirgebnis wird die ITalblcilcrvorrichtung nichl 
durch die Bruchstuckc vcrunrcinigl. Da cine Wafcrschneide- 
klingc die Schut/.lage nichl heruhren muB. wird das Ahlrcn- 
5 ncn dcr Schutzlagc nichl durch die Waferschncideklinge 
vcrursacht. 

GcmiiB cinem wciicren Aspeki dcr vorlicgcnden lirlin- 
dung wcisl cine Ilalblcitcrvorrichlung cinen 1 lalbleilcrchip. 
dcr durch Xcncilcn cincs TIalbleilcrwafcrs durch Chipver- 
H> cinzclung vorgeschen wird, und cine Schul/.lagc auf, die auf 
dem Tlalbleilerchip angeordnci isi. liin Umfangsrandab- 
schnill dor Schul/.lagc isi an cincr Innenseitc cincs Um- 
fangsrandabschnitts des Tlalbleilerchip vorgeschen. Da dcr 
Umfangsrandabschniit dcr Schul/.lagc an dcr Innenseile des 
15 Umfangrandabschnius des TTalbleitcrchip vorgeschen isi. 
bcruhrt cine Waferschncideklinge nichl die Schulzlage, 
wenn dcr TIalblciierwafcr zencili wird. Dcshalb kann cin lir- 
zcugen von Bruchstuckcn und cin Abtrenncn dcr Schutzlagc 
vcrhindcrt werden. 
2') Die Hrfindcr der vorlicgcnden Erhndung haben das Vcr- 
fahrcn zuiu Ilcrsicllcn dcr Ualblcilcrvorriehiung wcitcr un- 
tersuchi und gcpriifl und fcstgcslclll, daB. wcnn cine Ilafl- 
krafl zwischen dcr Schutzlagc und dcr Monlage vorrich! ung 
stark war. dcr Halbleiierwafcr cinfach brichl, wcnn die 
25 Schulzlage und dcr Halbleiierwafcr von dcr Montagevor- 
richtung gclost werden. 

Um das zuvor beschriebene Problem zu losen, werden ge- 
maB dcr vorlicgcnden Hriindung die Schulzlage und der 
Halblcitcrwafer durch einen Druck, der von der Scilc der 
Montagevorrichlung auf die Schutzlagc ausgcubl wird. von 
dcr Montagevorrichlung gclost. DemgemiiB kann der Halb- 
leiierwafcr, ohnc beschiidigt zu werden. zusammcn mil dcr 
Schutzlagc gclost werden. Einc Bearbcilbarkcit und cin 
Durchsalz zum Txiscn des Halblciicrwafcrs von dcr Monla- 
*5 gevorrichtung werden cbenso vcrbcsseii. 

Wcilcrhin wird. um das zuvor beschriebene Problem zu 
losen, geniaB cineni weitercn Aspckl dcr vorlicgcnden lir- 
lindung cine Wafer-Lose vorrich lung zum Losen des Halb- 
lciicrwafcrs und dcr Schulzlage von der Montagevorrich- 
40 tung verwendet. Die Wafcr-lA)SCVorrichlung wcisl die Mon- 
tagevorrichlung /.uni festen ITallen dcr Schul/.lagc und cine 
Druckausiibungscinrichlung zum Ausubcn cincs Drucks auf 
die Schulzlage auf. DemgcmaB wird die Schut/.lage durch 
den Druck zusammcn milder Tlalbleitcrvorrichtung cinfach 
45 von dcr Montagevorrichlung gclosl. 

Die vorlicgcndc Erfindung wird nachslchend anhand von 
Ausfuhrungsbcispiclcn unlcr Bczugnahnie auf die beilie- 
gende Zeiehnung nahcr erlautert. 
lis zeigen: 

50 Fig. 1A bis 2C Querschnittsiinsichten cincs Verfahrcns 
zum TIerslellcn cincr TTalblciicrvorrichiung gcniaB cinem er- 
sten Ausfuhrungsbcispiel der vorlicgcnden Iirfindung auf 
cine stufenartigc Wcisc; 

Fig. 3 A bis 4B Qucrschnitisansichicn eines Verfahrcns 
55 zum Hersicllcn einer Halbleilcrvorrichtung gcmiiB cinem 
zweiten Ausfuhrungsbcispiel dcr vorlicgcnden Erfindung 
auf einc stufenartigc Wcisc; 

Fig. 5 cine Qucrschniltsansichi dcr TTalblciicrvorrichiung 
gemaB dem zweiten Ausfuhrungsbcispiel dcr vorlicgendcn 
fio Iirfindung; 

Fig. 6 cine schcmatischc Draufsicht dcr TTalblcitcrvor- 
richlung gcniiiB dem zweiten Ausfuhrungsbcispiel dcr vor- 
licgcnden Erfindung; 

Fig. 7 A cine schcmatischc Querschnitisansicht cincr ab- 
gcwandcltcn TTalblcitcrvorrichtung gcmaB dem zweiten 
Ausfuhrungsbcispiel dcr vorlicgcnden Erfindung; 

Fig. 7B einc schcmalischc Draufsichi der abgewandclten 
TTalblcitcrvorrichtung in Fig. 7A; 
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Fig. 8A bis 81 : Qucrschnitisansichten cincs Vcrfahrcns 
/,uni TTcrsicllcn cincr TIalbleiicrvorrichlung genial.? cincm 
drillcn Ausfiihrungsbci spiel dcr vorliegendcn lirlindung auf 
cine stnlcnartige Wcisc: 

Fig. 9 cine Querschniilsansichl cincr abgcwandcllcn 5 
Ilalbleilci-vorrichiung geniiiB dem dritlcn Ausfiihrungsbci- 
spicl dcr vorlicgcndcn lirlindung: 

Fig. 10 cine Querschniilsansichl cincs 1 'alls, in dun cine 
II ache Schui/Jagc verwendei wird; 

Fig. II A bis Uli Querschnilisansichlcn cincs Vcrfahrcns 10 
/.uni TTcrsiellcn cincr ITalblciicrvorrichlung gciniiB cincm 
vicricn Ausluhrungsbcispiei dcr vorlicgcndcn lirlindung auf 
cine slulcnanigc Weisc; 

Fig. 12 cine Querschniilsansichl cincr abgcwandcllcn 
Ilalbleilcrvorrichiung gciniiB deni vicricn Ausfiihrungsbci- 15 
spiel dcr vorlicgcndcn lirlindung; 

Fig. 13A bis 13H Querschnilisansichlcn cincs VcrfaJircns 
/.utn TTcrsicllcn cincr ITalblciicrvorrichlung gciniiB cincm 
funflen Ausluhrungsbcispiei dcr vorlicgcndcn. lirlindung 
auf cine slulcnanigc Wcisc: 20 

Fig. 14A bis 16C Querschnilisansichlcn cincs Vcrfahrcns 
/.um Ilcrsiellen cincr ITalblciicrvorrichlung geniiiB cincm 
scchslcn Ausluhrungsbcispiei dcr vorlicgcndcn lirlindung 
auf cine slulcnanigc Wcisc: und 

Fig. 17A und 17U Querschnilisansichlcn cincs Vcrfah- 25 
rens /.um ITcrstcllcn dcr ITalblciicrvorrichlung unlcr Vcr- 
wendung einer abgcwandcllcn Vcrslarkungspiallc gciniiB 
dem scchslcn Ausluhrungsbcispiei dcr vorlicgcndcn lirlin- 
dung. 

Tn den Ausluhrungsbcispiclcn isl mil cincm ITalblcilcrwa- :«) 
fcr cin Wafer gemcint. bevor und nachdem cin Walcrschnei- 
deschrin ausgefuhrt wird. vorausgcsct/.l, daB dcr Wafer cine 
Konlur seines Anfangs/.uslands aufweisi. 

Naehsichend erfolgl die Bcschrcibung cincs crslen Aus- 
luhrungsbcispiels dcr vorliegendcn lirlindung. '*5 

In dem crslen Ausluhrungsbcispiei dcr vorlicgcndcn lir- 
lindung wird cin Vcrfahrcn /.um TIcrslcllcn cincr ITalblciicr- 
vorrichlung gciniiB dcr vorliegendcn Tirhnriung an vcrschie- 
denen IIalbleitcr\'orrichlungcn angcwcndcl, die bcwcglichc 
Abschnillc beinhallcn. wic /.um Bcispiel cin an derOberfia- 4<> 
chc inikroverarbciieier Ueschleunigungssensor, cin Drch- 
winkelscnsor und cine relleklierendc digilalc Mikrospiegel- 
Projeki ion svorrich lung b/.w. DMD. Das Vcrfahrcn in dem 
crslen Ausluhrungsbcispiei dcr vorlicgcndcn lirlindung 
wird unlcr Bc/ugnahme auf die Fig. 1 A bis 2C erliiutcrt. 45 

'/ucrst wird, wic cs in Fig. 1 A gc/cigl ist, cine Schui/lagc 
I vorbcrcilci. Die Schul/.lagc 1 isl aus cincr UV-hartcndcn 
Schui/Jagc ausgebildci, wobci cine Basis von ihr /.um Bci- 
spiel au.s Polyolefin bestcht. Die Schul/.lagc weisl cine Kleb- 
siolVoberflaehc la /.uni Bcdcckcn eines Ilalbleiicrwafers 11 50 
und eine Oberlliiehe lb ;in ciner dcr KIchslofToherlliichc In 
gcgcnuberlicgcndcn Seilc auf. Weilcrhin isl cine Monlagc- 
vorrichtung 4, wic sic in Fig. IB gc/.cigi ist. auf cincm Hr- 
wiiniiungsvorrichtungsblock (nichl gc/cigl) angcordnct. 
Die Moniagevorrichiung 4 wcisl Vcnicfungcn 2 und lx3chcr 55 
3 filrcinc Vakuumabsorplion auf. Dcr rtrwarniungsvorrich- 
lungsblock fiihrl die Vakuumabsorplion /.usanunenwirkend 
init den Lochcrn 3 der Moniagevorrichiung 4 durch. 

Als niichslcs wird in cincm Mon lagcvorrich lungs- lie fc- 
siigungsschriu. dcr in Fig. 1C gc/cigl isl, die Schui/Jagc 1 fr> 
auf der Moniagevorrichiung 4 angcordncl. wobci die Obcr- 
lliichc lb die Moniagevorrichiung 4 beruhrt und die Klcb- 
slolVobcrllachc la nach oben frcilicgi. Dann wird die 
Schui/lagc 1 durch Vakuumabsorplion, die durch die T>6- 
chcr 3 durchgefuhrt wird. enilang dcr Vcnicfungcn 2 cingc- 65 
beull. Dj die Moniagevorrichiung 4 auf cine Tcmpcralur in 
cincm Bcrcich von 40 bis 200"C erwiinnt ist. werden 
Schui/.kappenabschninc 5 auf dcr Schui/.lagc 1 mil Fornicn 



ausgebildci. die den Vcnicfungcn 2 entsprechen. Die 
Schut/lagc 1 wird durch An/.ichung durch die Locher 3 an 
dcr Moniagevorrichiung 4 befesiigi. 

Tn cincm Schui/lagenbcrcich-Hnifermingsschrilt, der in 
Fig. 11) gc/.cigl isl, wird die Moniagevorrichiung 4 /.usam- 
ntcn mil der Schui/lagc 1, die an dcr Moniagevorrichiung 4 
bcfcsligl ist. von dem lirwarmungsvorrichtungsblock gclosl. 
Die Moniagevorrichiung 4 wird dann auf cincm Triiger 
(nichl gc/.cigl) angcordncl, wclchcr wic dcr lirwiinuungs- 
vorrichlungsblock unlcr Vakuum absorbicrcn kann. Dann 
werden Bcreiche der Schut/lagc I, an denen in cincm nach- 
slchcnd heschricbencn Wafcrschncideschrill cin Wufer- 
schnciden durch/.ufuhrcn ist, durch Ablrcnncn cniiernl. um 
dadurch Rillcn 6 an den cnifcrnten liereichen b/.w. Walcr- 
schncidebcrcichcn aus/ubildcn. Alslirgebnisisl die Schul/.- 
lagc 1 in Bcreiche gclcill, die Abmcssungcn aufweiscn, die 
ungefiihr die gleichcn wie dicjenigen von ITalhlciicrchips 
sind, die aus/.ubilden sind. Tn diescm Schrilt wird die 
Schui/.lage 1, da die Schui/.lagc 1 durch Vakuumabsorplion 
an dcr Moniagevorrichiung 4 bcfcsligl isl. nichl in Sliickcn 
gclosl, nachdeni dcr Schul/iugenbcreieh-Iinlfernungsschrill 
ausgefuhrt worden isl. 

Als niichslcs wird in cincm Walervcrbindungsschritl, dcr 
in Fig. lit gc/cigl isl, dcr TTalblciicrwafcr 11. dcr bcwcgli- 
chc Abschnillc 10 aufweisi und /.um Bcispicl aus Sili/.ium 
bcsieht, durch Klcbsloffe derari mil dcr Schul/.lagc 1 vcr- 
bunden. daB die bcwcglichen Abschnillc 10 den Kappenab- 
schnillcn 5 gegcnubcrlicgcn. Die Schul/.lagc 1 kann cine 
(lruekemphndiiche Klcbstolllagc scin, so daB dcr TTalblciicr- 
wafcr 11 da mil verbunden wird. Das Posit ion ieren /.wischen 
dcr Schul/.lagc 1 und dem TIalbleitcrwafcr 11 wird durch 
Ausrichiungsmarkierungcn, die auf dcr Schul/.lagc 1 und 
dem TTalhleilerwafer 11 ausgebildci sind, oder durch eine 
C'CD-Kamera durchgefuhrt. Hin Roller kann bei cincm Tir- 
wiirmen des nalbicitcrwalers 11 auf dem TIalbleitcrwafcr 11 
gcrolh werden. so daB dcr Ilalblcilerwafer 11 mil dcr 
Schul/.lagc 1 verbunden werden kann. ohnc Hinschlussc in 
den KlebsiolTen zu cr/.eugen und cine ITafikraft der Klcb- 
sloffe zu vcrschlcchlcrn. 

Dann wird cine (Tiipvcreinzclungslage 12 an dcr andcrcn 
Ohcrflache des Ilalbleiicrwafers 11 an cincr den bewcgli- 
chen Abschnitlcn 10 gcgcnuberlicgcndcn Seilc angcbrachl. 
Die (.'hipvercin/elungsiage 12 kann an dem TTalblciicrwafcr 
11 angcbrachl werden, bevor dcr TTalblciicrwafcr 11 mil dcr 
Schut/lagc 1 verbunden wird. Durch das Durchfiihren des 
zuvor heschricbencn Wafcrverbindungsschrills. wic cr in 
Fig. Hi gc/.cigl isl, wird der TTalhleilerwafer 11 an eincr 
Ohcrflache an Schui/.lcilcn b/.w. Schut/.kappcn 14 angc- 
brachl und wird cr an der andcrcn Oberlliiehe an der Chip- 
verein/clungslage 12 angcbrachl. Jedes der Sehur/leile 14 
weisl cincn enlsprechenden dcr Kappenabschnitie 5 und 
cine Abmessung auf, die die gleiche wic die jedes ITalblei- 
lerchip isl. und wird cs an deni Ilalblcilerwafer 11 angc- 
brachl, wahrcntl dicscr an dcr Moniagevorrichiung 4 befc- 
sligt isl. In Fig. Hi sind. obglcich Icdiglich cin bcweglicher 
Abschniii 10 in jedcin Chipbercich dargesicllt ist, im allge- 
mcincn mehrcrc bcwcglichc Abschnillc 10 in jedem Chip- 
bcrcich vorge.se hen. 

Nachfolgcnd wird in dem Wafcrschneideschrilt. dcr in 
Fig. 2A gczcigl ist, nachdem die Moniagevorrichiung 4 von 
dcr Schut/lagc 1 b/.w. den Schut/.tcilcn 14 gclosl worden isl, 
dcr Ilalblcilerwafer 11 durch Vakuumabsorplion an cincm 
Chipvercin/.clungsiragcr 13 bcfcsligl. In Fig. 2 A ist cine dc- 
taillienc Slruktur des Chipvcrcin/.clungsiragers 13 wegge- 
lassen. Dann wird das Wafcrschncidcn enilang den Rillcn 6 
durchgefuhrt, an denen die Schul/.lagc 1 cnlfcrnl ist, wo- 
durch dcr Ilalblcilerwafer 11 in die Ilalbleilcrchips gclcill 
wird. /u dicseni Zeilpunkl wird die Chipvercinzclungslage 
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12 nicht vollsiiindig gcurcnm. Die TTalbleitcrchips wcrcicn 
durch die jcwciligcn Schutzicilc 14 geschutzt. 

Bci dicsem Wafcrschncidcschrill wird die Schulzlagc 1 
nicht gelrennl. Deshalb werden kcincrlei Bruchsliicke der 
Schut/.lage 1 cr/cugl. urn auf den ITalbleilcrchips y.u vcrblei- 
ben, wodurch cine Vcrunreinigung der ('hips vcrhindcrl 
wird. AuBerdem wird. da einc Waferschncideklingc in dem 
Wafcrschncidcschrill kauni die Sehul/.lcile 14 bcruhrt, kcin 
Abircnnen tier Ilalbleiiertcile 14 durch die Wafcrschneide- 
klingc verursaehl. 

Da die Schut/.lage 1 nicht so Test an dem TTalbleilerwafcr 
11 angebracht werden muB. ist das HntTcrncn der Schui/.lcile 
14 cinfach. Bci einem Schulzicil-Hnlfernungsschrill, wic er 
in Fig. 2B gezcigt is!, wird cine Quarzg las- Mont age vorrich- 
lung 15, die imstande ist, iihnlich der Montagcvorrichtung 
14 cine Vakuumabsorplion durchzufuhrcn. aul den Schutz- 
leilen 14 angeordnct, die den ITalblcilcrwaier 11 bedecken. 
Dann wird cine UV- Best rah lung durch die Quar/.g las- Mon- 
tagcvorrichtung 15 dcrart durchgefuhrt, daB der Klcbstoff 
gchartcl wird. urn cine vcrringcrte Ilaftkrafl auf/.uwcisen. 
und werden die Schut/.lcilc 14 durch die Vakuumabsorplion 
cnlfernl. DcntgeniaB wird der /us land geschaffen, der in 
Fig. 2C gczeigt ist. 

Die Quar/.g las- Montagcvorrichtung 15 kann wic die 
Montage vorriehlung 4, die /.uvor beschricben worden ist, 
Verlici'ungcn aufweisen. Ansonslen kann die Quarzglas- 
Montagevorriehlung 15 lediglich T^ocher fur cine Vakuum- 
absorplion an Positionen aufweisen. die (lachcn Mac hen der 
Schut/.lcilc 14 entsprcchen. Jcdcr Tlalblciterchip bzw. jedc 
TTalbleilervorrichtung 100, die durch linlfernen der Schut/.- 
lcilc 14 ausgcbildct wird, kann als ein hcrkommlichcr FC- 
Chip gchandhabt werden. Obgleich die Quarzglas-Montage- 
vorriehluug 15 in dem vorlicgenden Ausfuhrungsbcispicl 
vcrwendet wird, uni die Schul/.leilc 14 /.u enirerncn, sind an- 
dcrc Malerialien als die Montage vorriehlung 15 vcrwend- 
bar. vorausgcscl/.t, daB das Material UV durchlasscn kann. 
Die UV-Besirahlung kann untcr Vcrwcndung cincs Spiegels 
odcr eincr opiischen laser durchgefiihri werden, vorausge- 
sct/.t, daB die gesamtc Wafcrobcrflache mil UV bcstrahlt 
wird. 

Wcnn die Schut/.lage 1 aus einem sich bci Warmc /.usam- 
mcn/ichcndcn Kunstslofhlm beslcht, werden die Rillen 6 
aufgrund eines /usammcn/ichens der Schut/.lage 1 bci 
Warmc aufgcweitet. nachdem der Schutzlagenbercich-Eni- 
fcrnungsschritt ausgefuhrt worden ist. Deshalb konncn die 
entfernlcn Be re ic he der Schut/.lage 1 vcrringctl werden. 
Libcnso kann, da cs schwicrig ist, daB die Wafersehncide- 
klinge die Schut/.lage I in dem Wafcrschncidcschrill be- 
riihn, der Waferschncideschriit einfacher durchgefuhrt wer- 
den. Vor/.ugswcise wird der sich bci Warmc zusammenzie- 
hende Kunststorfilm aus Eilmen der Polyolerinramilic, wic 
/.urn Bcispicl einem Polyethylcnlilni und cincm Polypropy- 
lenlihn, und Eihnen ausgewahlt, die durch Ziehen vcrarbci- 
iet werden. wic zum Bcispicl ein Polyvinylchloridfilin und 
ein PolyeslcrliJm. 

In dent vorlicgenden Ausfuhrungsbcispicl wird die 
Schut/.lage 1 durch Vakuumabsorplion an der Montagcvor- 
richtung 4 bcfcstigi. Deshalb kann die Schutzlagc 1 cinfach 
an der Montagcvorrichtung 4 befestigt werden und von der 
Montagcvorrichtung 4 gelost werden, ohne beschadigt zu 
werden. libcnso wird, da die Schutzlagc 1 nicht in dem Wa- 
ferschncideschriit zertcill wird, die I^ebcnsdauer der Wafer- 
sehncideklinge vcrlangert. 

Nachstehcnd crfolgt die Beschreibung cincs zweiicn Aus- 
fuhrungsbcispicls der vorlicgenden Erfindung. 

In dem zwciten Ausfuhrungsbcispicl der vorlicgenden Er- 
findung werden die Schutzicilc bzw. Schut/.kappcn 14 iihn- 
lich demcrsten Ausfuhrungsbcispicl der vorlicgenden Hrlin- 
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dung ausgcbildct. Unicrschicde zu dem ersten Ausfuhrungs- 
bcispicl der vorlicgenden lirfindung sind, daB der Malblci- 
tcrwafer 11 AnschluBflachcnabschnittc 21 aufweist. die 
durch Drahiknniaktierung clckiriseh mil exlernen Serial! un- 

5 gen zu verbinden sind (sichc Fig. 3E), und daB die Schutz- 
icilc 14 nichl entfemt werden und in Er/.eugnisscn vcrblei- 
ben. Deshalb niusscn die Schut/.lcilc 14 Icilweisc an Ab- 
schniltcn cntleml werden, die den AnschluBflachcnab- 
schmttcn 21 entsprcchen. Die Ilauptuntcrschicdc xudem cr- 

10 sien Ausluhrungsbeispiel der vorlicgenden lirfindung wer- 
den nachstehcnd dclaillierler beschrieben. lis ist anzumer- 
kcn. daB die gleichcn Teilc wic dicjenigen in dent crstcn 
Ausfuhrungsbcispicl der vorlicgenden lirfindung in dem 
zweiicn Ausfuhrungsbcispicl der vorlicgenden lirfindung 

15 und spiilcr bcschricbencn andcrcn Ausfuhrungsbcispiclcn 
der vorlicgenden lirfindung mil den gleichcn Bc/.ugszeichcn 
bezeichnct sind. 

Die Fig. 3 A bis 4B /.cigen schematisch das Vcrfahrcn 
zum Ilerstellcn der TTalbleilervorrichtung gcmaB dem zwci- 

20 ten Ausfuhrungsbcispicl der vorlicgenden lirfindung auf 
cine stufenartige Wcisc. Die Schrilte. die in den Fir. 3 A bis 
3C gc/eigi sind, werden im wcsenl lichen auf die gleiche 
Wcisc durchgefuhrt, wic dicjenigen, die in den Fig. 1A bis 
IC gezcigt sind. In einem Schuizlagenbcrcich-Entfernungs- 

25 schritt. der in Fig. 3D gezeigl ist, werden Bereichc der 
Schutzlagc 1, an denen das Waferschneiden durchzuftihren 
ist, und Bereichc der Schutzlagc 1, die den AnschluBfla- 
chenabschniltcn 21 entsprcchen, wic in dem Schritt. der in 
Fig. ID gezcigt ist. enUcrnl, uni Oflnungsabschnitlc 23 aus- 

30 zubildcn. Die Bereichc. die den AnschluBflachenabschnittcn 
21 entsprcchen. konncn in einem Lagenzustand durch Pres- 
scn odcr dcrglcichcn von der Schuizlagc 1 cnlfcrnt werden. 
bevor der Sehutzlagenbercich-linlfcruungsschritt ausge- 
fuhrt wird. 

35 Als niichstcs wird in eineni Wafer\'erbindungsschritl, der 
in Fig. 3Ii gezcigt ist, der Tlalblcilcrwafcr 11 derarl mit der 
Schutzlagc 1 verbunden, daB die AnschluBflachenabschnitle 
21 an den OfTnungsabschnitien 23 frcilicgcn. DemgeinaB 
licgen sowohl die AnschluBflachenabschnitle 21 als auch 

40 die Wafcrschncidcabschniue 22 an den jcwciligcn OfT- 
nungsabschniucn 23 frci. Die andcre Vorgehcnsweisc in 
dem Waferverbindungsschritt ist im wcscnllichcn die glei- 
che wic die in dem ersten Ausfuhrungsbcispicl der vorlic- 
genden lirfindung. In dem vorlicgenden Ausfiihrungsbci- 

45 spiel kann. da die Schutzicilc 14 nichl entfemt werden nius- 
scn, die Schul/.lagc 1 fcsl befestigt werden. Dies ist bevor- 
zugl, um das Abtrcnncn der Schutzlagc 1 /.u vcrhindcrn. Es 
ist nicht immcr notwendig, die AnschluBflachcnabschnittc 
21 vollkonimcn frcizulegcn. Die AnschluBflachcnabschnittc 

50 21 konncn aus jcwciligcn Ecnstcrn zur Drahlkontaktierung 
tcilwcise freigcicgi werden. 

Als nachstes wird, wic es in Fig. 4A gczcigi ist, der Wa- 
ferschncideschritt im wcscnllichcn auf die gleiche Wcisc 
wic in dem ersten Ausfuhrungsbcispicl der vorlicgenden Er- 

55 tindung ausgefuhrt. um dadurch den Haiblcitcrwaler 11 in 
Halbleitcrchips bzw. -vorrichtungen 200 zu schneiden. In 
dem vorlicgenden Ausfuhrungsbcispicl der vorlicgenden 
Erfindung halt, wic es in Fig. 4B gezcigt ist, jcdcr HaJblei- 
tcrchip 200 jedes Schuiztcil 14. Nachdem der Wafcrschnci- 

60 deschritt ausgefuhrt worden ist, werden die Halbleitcrchips 
200 von der Chipvercinzelungslagc 12 gelost. Dann wird ein 
Drahtkontakticrungsschritl an jedeni Halblciterchip 200 
dcrart durchgefuhrt, daB Drahic mil den AnschluBflacncnab- 
schniticn 21 verbunden werden, die aus dem Offnungsab- 

65 schnitt 23 des Schutzicils 14 frcilicgcn. Die AnschluBfla- 
chcnabschnittc 21 werden vor/.ugswcise vor dem Drahlkon- 
taktierung sschritt gercinigt. 

Fig. 5 zcigt cine Halbleitcrvorrichtung, an wclchcr der 
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Drahlkontaklicrungsschrilt durchgefuhn wird, als cin Bci- 
spicl. liin Halbleiterhcschlcunigungsscnsor 31. dcr als cincr 
dcr Ilalhleitcrchips 200 ausgcbildc! isl, wird auf cincm Sub- 
stral 30 (/.tun Bcispicl cincm Kcramiksubstrat, cincr gc- 
drucklcn Ixilcrplatlc oder cincm Lciicrrahrncn) durch cincn 
Klcbstofl* bzw. cine Klebstofllagc 32. cine Silbcrpasic odcr 
dcrglcichcn durch Bcdicncn cincs Roboicrarms odcr dcr- 
glcichcn angcordnel. Als nachsics wird cin Drahl. dcr aus 
Gold. Aluminium odcr dcrglcichcn besichi, auf cincm An- 
schluBilachcnabschniii 21 und cincm AnschluB 34 bcfcsligu 
dcr auf dem Substral 30 vorgesehen isi. Dahcr wird dcr 
Drahikoniakiicrungsschriii ausgefuhn. 

Fig. 6 zeigi den Beschlcunigungsscnsor 31 bzw. den 
Ilalbleiierchip 200 von cincr Scilc des Schulztcils 14. Wic 
cs in Fig. 6 gc/.cigl ist, bedeckt das Schuixicil 14 den Bc- 
schlcunigungsscnsor 31 ausgenommen des Waferschneide- 
absehniiis 22 und dcr AnschluBflachenabschnitlc 21. Dcr 
Offnungsabschnitt 23 isl cin Abschnilt. dcr nicht mil dem 
Schul/.lcil 14 bedeekt ist. Wcitcrhin zeigen die Fig. 7A und 
7B cincn Fall, in dent die AnschluBflachenabschnitlc 21 tcil- 
wcisc aus deni Schui/tcil 14 frciliegen, das hciBi, die Off- 
nungsabschnittc 23 sind dcrart ausgebildet. daB sic tcilwcisc 
die AnschluBflachenabschnitlc 21 freilcgcn. 

Dahcr kann gcinaB dem vorlicgcndcn Ausfiihrungsbci- 
spiel /.usal/.lich %u den gleieheu HiTcklcn wic derijenigcn in 
dem crslcn Ausfuhrungsbcispicl dcr vorlicgcndcn lirfin- 
dung, dcr Drahlkontaklicrungsschrilt ohnc cin Hntferncn der 
Schulzlagc 1 bzw. des Schulzlciis 14 von dem Halblcitcr- 
chip 200 durchgefuhn werden. Da cs nichl nolwendig ist. 
das Schutztcil 14 nach dem Waferschneidcschrin zu entfer- 
nen. kann die Schulzlagc 1 lest mil dent Wafer verbunden 
werden. Als lirgebnis kann das Abtrcnncn der Schulzlagc 1 
zweckmiiBigcr vcrhinderi werden. 

Nachslehcnd erfolgl die Bcschrcibung cincs drilicn Aus- 
fuhrungsbci spiels dcr vorlicgcndcn lirlindung. 

Die Fig. 8 A bis 81 ; zeigen cin Vcrfahrcn zum Tlcrstellcn 
einer ITalbleitcrvorrichtung gcmiiB dem drilicn Ausfiih- 
rungsbeispicl der vorlicgcndcn lirlindung auf cine siufenar- 
tige Weise. In den crslcn und zweiten Ausfuhrungsbeispic- 
Icn dcr vorlicgcndcn Tirfindung wird der Ilalblciierwafer 11 
von cincr seiner Obcrflachcn vcrarbcitct. Im Gcgensatz da/.u 
wird in dem vorlicgcndcn Ausfiihrungsbcispiel dcr TTalblci- 
icrwafcr 11 von scincn vordcren und hinlercn Obcrflachcn 
vcrarbeiict. Das heiliU wic cs in Fig. 8A gczcigt isl, der 
TTalbleilerwafer 11 in dent vorlicgcndcn Ausfiihrungsbci- 
spiel wcist von dcr hinlercn Obcrllachc vcrarbcitclc Ab- 
schnillc 41 auf, die durch At/.en odcr dcrglcichcn, das von 
der hinlercn Obcrllachc durchgefuhn wird, als OtTnungsab- 
schnitlc ausgebildet werden. Die hcwcglichcn Abschnittc 10 
licgen sowohl aus dcr vordcren als auch hinlercn Obcrllachc 
des Halbleitcrwafcrs 11 frei. 

In cincm Klebsioffiagcn-Verbindungsschrilt an dcr hinle- 
rcn Obcrfliichc wird cine Klebstofllagc b/.w. rucksciligc 
Schulzlagc 42 mil dcr hinlercn Obcrllachc des Ilalbleilcrwa- 
fers 11 verbunden, urn die hi mere Obcrllachc zu schulzcn. 
Wciicrhin wird in dem Wafcrvcrbindungsschrilt die Schulz- 
lagc I, wclchc wic in dem crslcn Ausfiihrungsbcispiel dcr 
vorlicgcndcn Krhndung dcrarl vcrarbeiict wird. daB sic die 
Rillcn 6 aul'wcist. mil dcr vordcren Oberflache des Ilalblei- 
tcrwafers 11 verbunden, wahrend sic an dcr Mont age vor- 
richtung 4 befestigt ist. Dicscr Zustand ist in Fig. 8B gc- 
zeigl. 

Dann wird. wie cs in Fig. 8C gczeigl isl. die Schulzlagc 1 
von dcr Montagcvorrichtung 4 gelost. Danach wird, wic cs 
in Fig. 8D gczcigt isl. dcr ITalblcitcrwafer 11 durch Vaku- 
umabsorpiion mitlels cincs Waferschneidcslrcifcns 12a an 
der Sciie des Klcbsioflilms 42 an dem Wafcrschneidctriiger 
(in Fig. 8D nicht gczcigt) befestigt. Dann wird dcr Wafer- 
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schncidcschrill wic in dem crstcn Ausfuhrungsbcispicl der 
vorlicgcndcn lirlindung ausgefuhn. Dcr Wafcrschneide- 
slrcifcn 12a weisl die gleiche Funklion wic die dcr Chipvcr- 
ein/clungslagc 12 auf und wird nichl vollsliindig zertcilt. 

5 DcmgemaB wird der ITalblcitcrwafer 11 in ('hips gctcill. 
Wic cs in Fig. 81 i gczeigl ist. isl jedcr ('hip (iurch das 
Schutztcil 14 an seiner Scilc der vordcren Obcrllachc und 
durch den Klebstofliliu 42 an seiner Seite dcr hinlercn Obcr- 
llachc gcschutzl. Dann wird wic in dem crstcn Ausfuhrungs- 

H> bcispicl dcr vorlicgcndcn lirlindung das Schutztcil 14 cni- 
fernl, um dadurch cincn Ilalbleiierchip b/.w. cine Ilalbleiier- 
vorrichtung 300 vor/.usehen. die in Fig. 8F gczcigt isl. Der 
Ilalbleiierchip 300 kann wic cin herkominlieher IC-Chip gc- 
handhabl werden. 

15 Das vorlicgcndc Ausfuhrungsbcispicl kann mil dem 
zwcilcn Ausfuhrungsbcispicl der vorlicgcndcn lirlindung 
bei deni Ausbilden des Schulzlciis 14 kombinien werden. 
Fig. 9 zcigt die Abwandlung. Das Schul/.lcil 14, das die vor- 
dcrc Obcrllachc des Ilalbleiierchip 300 schut/.t, wird dcrarl 

20 ausgebildet. daB die AnschluBflachenabschniile 21 und der 
Wafcrschncideabschnitl 22 aus cincm Offnungsabschnill 23 
frciliegen. DcmgemaB kann dcr Drahlkontaklicrungsschrilt 
an dent Ilalbleiierchip 300 ahnlich /.u dem Beschlcuni- 
gungsscnsor 31 durchgefuhn werden, dcr in Fig. 5 gczeigl 

25 isl. 

Dahcr konncn gcmiiB deni vorlicgcndcn Ausfiihrungsbci- 
spiel die gleichen liffeklc wic diejenigen in den crslcn und 
zwcilcn Ausfuhrungsbeispiclen der vorlicgcndcn lirlindung 
crzielt werden. /usiitzlich konncn auch dann, wenn die be- 

30 wcglichcn Abschnillc 10 aus bciden Obcrflachcn des Ilalb- 
Iciterwafcrs 11 frciliegen, die hcwcglichcn Abschnittc 10 
zwcckmaBig gcschutzl werden. 

In dem Waferschneidcschrin konncn zwei Artcn von Wu- 
fcrschneideklingen in Ubcrcinstimmung mil den liigen- 

35 schaflcn der Klebstofflage 42 verwendet werden. um die Lc- 
bensdauer dcr Wafcrschncidcklingen zu verliingcrn. Ge- 
nauer gcsagl, zencill cine crstc Klinge den Ilalblciierwafer 
11 etwas, wic es durch cincn Pfcil CI in Fig. 8D gc/.cigt isl, 
und schneidci dann cine /.weite Klinge den vcrblcibcnden 

40 ITalblcitcrwafer 11. den Klcbstoflilm 42 und den Wafer- 
sehncidcsireifcn 12a. wic cs durch cincn Pfcil C2 in Fig. 8D 
gczcigt ist. Die zweitc Klinge isl dicker als die crslc Klinge 
und beslehl aus cincm Maicrial, das sieh von deni dcr crslcn 
Klinge unlcrscheidei. Dahcr kann cin zweisiuligcs 7x;ncilen 

45 ausgefiihn werden. Wenn die Dickc dcr Schulzlagc 1 bzw. 
des Schulzlciis 14 auf zum Bcispicl 50 um crhohl wird. kann 
dcr Ilalblciierwafer 11 von seiner hinlercn Obcrllachc zer- 
icili werden. 

Das Schuixicil 14 wcist den Kappenabschnill 5 auf, um in 

50 den zuvor bcschricbencn Ausfuhrungsbeispiclen keinen be- 
wcglichen Abschnili 10 zu hcriihrcn. Dcr Kappenabschnill 5 
wird durch die Montagcvorrichtung 4 ausgebildet, die die 
Verticfungcn 2 aul'wcist. Jcdoch kann, wic cs in Fig. 10 gc- 
zeigl ist, cin Klebstoff 52 auf cincm flachen Schul/.lcil 51 

55 don angcordnci werden. wo die hcwcglichcn Abschnittc 10 
des Ilalbieitcrwafers 11 keinen Konllikt verursachen. Dcm- 
gcmaB kann durch den KlcbstolT 52 vcrhindcrt werden, daB 
das Schutztcil die hcwcglichcn Abschnittc 10 beruhn. Das 
Schuizlcil 51 wird durch Anordncn des KlehslolTs 52 auf 

60 dcr flachen Schulzlagc I und durch Ausbilden dcr Verticfun- 
gcn 6 odcr dcr OlTnungsabschnitlc 23 in der Schulzlagc 1 
ausgebildet. In dicseni Fall konncn die Vcniefungen 2 dcr 
Montagevorrichlung 4 wcggelasscn werden, was zu niedri- 
gen Kosten fiihrt. 

65 Nachslehcnd crfolgl die Bcschrcibung cincs vicrlcn Aus- 
fuhrungsbeispiels der vorlicgcndcn lirlindung. 

Die Fig. 1 1 A bis 1 II! zeigen cin Vcrfahrcn zum TIcrsiellcn 
cincr nalblciicrvorrichiung gcmiiB dem vicrlcn Ausfuh- 
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rungsbeispicl dcr vorlicgcndcn Hrfindung aufcinc stufcnar- 
ligc Wcisc. In dcm vicrten Ausfuhrungsbeispicl dcr vorlic- 
gcndcn Hrfindung wcrdcn, wiccs in Fig. 1 1 A gczcigi ist.be- 
wcglichc Absehnille 61 in dcm ITalbleilerwafer 1 1 mil cincr 
'fielc in cinciu Bcrcich von ungefahr 0.5 bis UK) pin von ci- 
ncr Obcrflache dcs Wafers 11 ausgcbildel. In dcm vorlicgcn- 
dcn Ausfuhrungsbeispicl wird insbesonderc cine Venicfung 
62, die (lurch jeden bcwcglichcn Abschnill 61 und die Obcr- 
flache 60 dclinien isi. auf ungcfiihr 3 pin cingesiclli. in dic- 
sem Fall kann cin Schul/.tcil b/.w. cine Sehutzkappe 63 Ilaeh 
sein. Dcshalb wcrdcn in dcm vorlicgcndcn Ausfuhrungshei- 
spiel der Montagevorrichlungs-B^esiigungsschritt, dcr 
S chut y. I ag e n be re ie h - 1 ; n l fern u ng s sch ri 1 1, dcr Wale rve rbi n - 
dungssehrill und der Schulzlagcn-Verbindungsschrill an der 
hinleren Obcrlliiehe durchgefuhrl. wic es zuvor besehrieben 
worden isi, wiihrend der Schulzfilm 1 flach blcibt, ohne die 
Kappcnabsehnitic 5 aus/.ubildcn. urn dadureh den Zusiand 
aus/.ubildcn. dcr in Fig. 1 1 ii gczcigi isi. 

A Is nachstcs wcrdcn, wic es in Fig. 1 IC und 1.1D gczcigi 
isi. dcr Waferschneideschritt und der Schul/.lcil-lsnilcr- 
nungssehrill wic in dcm drittcn Ausfuhrungsbeispicl der 
vorlicgcndcn Hrfindung uusgeluhn, urn dadureh einen TTalb- 
leiierchip b/.w. cine TIalbleiiervorrichiung 400 aus/.ubildcn, 
die in Fig. 1 11: gczcigi isi. Das Schutzteil 63 kann wic in 
dcm /wcilen Ausfuhrungsbeispicl der vorlicgcndcn Iirfin- 
dung ausgcbildct wcrdcn. Fig. 12 zeigl den Ilalblcilcrchip 
400. dcrdctngcmaB dcrarl ausgcbildel isi. daB crdas Schutz- 
leil 63 aufwcisl. aus dcm die AnschluBllachcnabschniiie 21 
frcilicgen. Der Ilalbleilerehip 400, dcr in Fig. 12 gc/.cigt isi. 
kann dcm Drahtkontakiicrungsschrill unicrzogen wcrdcn. 
wiihrend das Sch ui /.lei I 63 wic in dcm zwcilen Ausfuh- 
rungsbeispicl dcr vorlicgcndcn Hrfindung gchaltcn wird. 

Obglcich die bcwcglichcn Absehnille 10 in dcm vorlic- 
gcndcn Ausfuhrungsbeispicl aus sowohl vorderen als auch 
hinleren Oberflaehen dcs Ilalbleiterwafers 11 frcilicgen, 
konnen die bcwcglichcn Abschnittc 10 wic in den crsien und 
/.wcilen Ausfuhrungsbeispiclcn dcr vorlicgcndcn Hrfindung 
Icdiglich aus der vorderen Oberfliiche dcs Ilalbleiierwafcrs 
11 frcilicgen, vorausgesct/.t, daB die bcwcglichcn Ab- 
sehnille 10 mil cincr Tielc in cinein Bcrcich von ungefahr 
0.5 his 100 pm von dcr vorderen Obcrflache dcs Wafers in 
dcm Wafer ausgcbildel wcrdcn. Daher konnen gcmaB deni 
vorlicgcndcn Ausfuhrungsbeispicl die gleichcn liffcklc wic 
dicjenigen in den erslen bis drillen Ausfuhrungsbeispiclcn 
dcr vorlicgcndcn Hrfindung durch Anwcndcn dcr Aachen 
Schul/.lagc 1 b/.w. dcs llachcn Schutzlcils 63 an den Ilalblci- 
lerwafer 11 vorgesehen wcrdcn. dcr die zuvor bcschriebcnc 
Siruklur aufwcisl. 

Naehsiehend crfolgt die Beschrcibung cines funflcn Aus- 
fuhrungsbeispicls dcr vorlicgcndcn Hrfindung. 

In dcm fiinftcn Ausfuhrungsbeispicl dcr vorlicgcndcn lir- 
lindung wcisl cin Ilalbleilerehip 500, der durch Chipvcrcin- 
zelung cines Ilalbleiierwafcrs 11 ausgcbildel wird, Komak- 
ticrungslleckcn auf, die von dicscm frcilicgen, unielckuiseh 
mil exlcrncn Abschnillen verbunden zu wcrdcn. Die Fig. 
1 3 A bis 1 31i zeigen cin Vcrfahrcn zum TIcrsicllcn dcs Ilalb- 
leilerehip 500 gcmLiB dcm funflcn Ausfuhrungsbeispicl dcr 
vorlicgcndcn Hrfindung aufcinc slufcnariigc Wcisc. 

Zucrsi wcrdcn in einen i Kontakiicrungsflccken-Ausbil- 
dungsschritl, dcr in Fit;. 13A ge/.cigl isi, Konlakticrungs- 
llcckcn 70 auf der vorderen Obcrflache dcs Ilalbleiterwafers 
11 ausgcbildct, um clckuisch mil den AnschluBfiachcnab- 
schniitcn 21 verbunden /.u wcrdcn. Die Kontakiierungsflck- 
ken 70 wcrdcn aus /.um Bci spiel eincm cutekiischen Loi 
odcrcincm Lot ausgcbildel. das In beinhallci. Stch-Kontak- 
licrungsncckcn b/.w. Drahlkonlakiicrungsllcckcn, die aus 
Goldkugcln besichcn. welche durch Drain koniakiicrung von 
Golddriihien ausgcbildct wcrdcn. konnen als die Koniaklie- 
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rungs flecken 70 angcwcndci wcrdcn. 

In dcm Montagevorrichtungs-Bcfcsligungsschrilt wird 
die Schul/.lagc 1 an dcr Montage vorrichlung 4 befcsiigl. 
Dann wird in dem Schulzlagenbereich-Hnlfernungsschrill 
5 die Schul/.lagc 1 miitcls cines Hxciinerlasers odcr dcrglei- 
chen dcran lei I wcisc en 1 fern I, daB sic an Bcreiehen. die bc- 
wcglichcn Abschnillen 61 des Ilalbleiterwafers 11 enisprc- 
chen. Vcrtiefungen 71 aufweist. Die Vcrtiefungen 71 weiscn 
die gleiche Funkiion wic dicjenige dcr Kappcnabschniiie 5 

10 auf, die zuvor besehrieben worden sind. Wcnn die bcwcgli- 
chcn Absehnille 61 in dem Wafer 11 mil einerVicfe in eincm 
Bcrcich von ungefahr 0,5 bis 100 um von der Wafcrobcrfla- 
che 60 vorgesehen wcrdcn. isi cs nichi inmier nolwcndig. 
die Vcrtiefungen 71 aus/.ubildcn. 

15 In dcm Schutzlagenbereich-Hnlfcrnungsschrill wcrdcn 
die Rillcn 6 weilerhin in dcr Schulzlage 1, die an dcr Monla- 
gevorriehiung 4 befcsiigl ist. an Bcreiehen bzw. Riizberei- 
chen ausgcbildel, an denen das Wafcrsehneiden durchzufiih- 
ren isi. um dadureh die Schul/.lagc 1 in Slucke zu tcilcn. von 

20 denen jedes cine Abmessung aufwcisl. die jedem Ilalbleiler- 
ehip enlsprichl. Zu diescrn Xcitpunkl wcrdcn cbenso Bcrci- 
chc dcr Schulzlage 1. die den Konlaklicrungsilccken 70 eni- 
sprcchen, cnlfcrnt, um OlTnungsabschnitlc 72 aus/.ubildcn. 
Als niichsies wird dcr Klebstoffilm 42 mil dcr hintcrcn 

25 Obcrflache des Ilalbleiierwafcrs 11 verbunden. In dem Wa- 
ierverbindungsschril! in dcm vorlicgcndcn Ausfuhrungsbei- 
spicl wcrdcn Schuizicilc 73, die durch Tcilcn dcr Schul/.lagc 
1 ausgcbildel wcrdcn, mil dcr hinleren Obcrflache dcs Ilalb- 
leiierwafcrs 11 verbunden. um die Konlakticrungsfleekcn 70 

:*o aus den Oflnungsabsehniltcn 72 freizulcgcn, wiihrend er an 
dcr Monlagcvorriehlung 4 befcsiigl isi. Als Hrgebnis wird 
dcr Zusiand, dcr in Fig. 13B gc/.cigt ist. gcschalTcn. 

Naehdcm die Schul/.lagc 1 von dcr Monlagcvorriehlung 4 
geldst worden isi, wird dcr Walerschneideschrilt cntlang den 

35 Rillcn 6 ausgefuhri, um den Ilalhlcitcrwafer 11 in Chips zu 
tcilcn (siche Fig. 13C). 
i DemgemaB wird cin Ilalbleilerehip 500 cr/.iclt. dcr in 
Fig. 13D gc/.cigt isi. Dcr Ilalbleilerehip 500 isi mil dem 
Schutzlcil 73 bedeck t, das die Offnungsabschnillc 72 auf- 

40 wcisl, und die Konlakticrungsfleekcn 70 licgcn aus den Off- 
nungsabsehnitlcn 72 frei. 

Weilerhin wird cin Subsirat 80 vorbcreilct. das auf sich 
einc leilende Schicht 81 aufwcisl. Das Substrat 80 ist vor- 
zugsweisc cin Kcrarnik-, Glas-. Glas/Keramik- odcr Silizi- 

45 umsubstrat odcr cine gcdrucklc Lcilcrplatte. Die leitcnde 
Schichl 81 isi mil cincr isolicrcndcn Schichl 82 bedeekl. die 
dcrart Offnungsabschnillc aufwcisl, daB die leitcnde Schicht 
81 icilwcise aus den OtTnungsabsehniticn frcilicgt. 

Dann wird, wic cs in Fig. 13H gc/.cigt ist, dcr Halblcitcr- 

50 chip 500 dcrarl auf dcm Subslral 80 angcordnct, daB die 
Konlaklierungsflcckcn 70 die leilende Schichl 80 beriihren, 
die aus den Offnungsabschniltcn frcilicgt. Die Kontaktie- 
rungsllccken 70 und die leilende Schichl 81 wcrdcn durch 
Rcflow- oder Thcrniokomprcssionskontaktierung clcktrisch 

55 mitcinander verbunden. Daher kann einc scitenrichlige 
Koniakiicrung, das hciBi, cine Flipchip-Bcfestigung. ausge- 
fuhrt wcrdcn. 

Wcnn die Konlakticrungsfleekcn 70 aus eincm culekli- 
schen Lot bestchen. bclragt dcr Schmelzpunkt dcs cutckli- 

60 schen Ixms ungefahr 1 80°C. In dicscm Fall besicht die Basis, 
die das Schul/.tcil 73 bildci, aus eincm warmebestandigen 
ITarz, wic /.um Beispicl Polyimid, und wird cin Silikonklcb- 
stoff als dcr zuvor bcschriebcnc KlcbsiofT vcrwcndel. Die 
Kontakticrungsflccken 70 konnen aus eincm Loi besichcn. 

65 das In beinhallci, dessen Schmelzpunkt nicdrigcr als dcr ci- 
nes cuicktischen Lots ist. Die Konlaklierungsflcckcn 70 und 
die leilende Schicht 80 konnen in cincr festen Phase durch 
Thcnnokomprcssionskoniaklicrung bci cincr nicdrigeren 
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Temperatur milcinander vcrhundcn wcrdcn. Ansonslcn kon- 
ncn die Konlakiicrungsncckcn 70 durch cine Silbcrpaslc 
vcrhundcn wcrdcn, wclchc im allgemcincn zum Befesiigcn 
vein ('hips auf cinem Substrat vcrwcndcl wird. 

Dahcr wcrdcn genial deni voriicgenden Ausfuhrungsbci- 
spicl kaum Bruchstuckc des Schulzlcils 73 cr/.cugi, da das 
Walcrschncidcn cntlang den Rillcn 6 durchgefiihrl wird. Da 
das Schut/.ieil 73 nichl von deni Ilalblcitcrchip 500 cnU'cmi 
wcrdcn muB, kann das Schui/.tcil 73 lest mil deni Ilalblciler- 
chip 500 vcrhundcn wcrdcn. Als lirgebnis wird das Ablren- 
ncn des Schul/lcils 73 vediinderl. Dcr TIalblcitcrchip 500 
kann durch die Konlakiicrungsncckcn 70. die aus den OlV- 
nungsabschnilten 72 freilicgcn, wahrend das Schulzteil 73 
daraul' gchallcn wird. cleklrisch mil dem cxlerncn Suhslral 
80 vcrhundcn wcrdcn. 

In dem Schur/.lugenbereich-HnlfcrnungsschriU in dem 
voriicgenden Ausfuhrungsbcispiel isi esschwicrig, Icdiglich 
die OlVnungsabschniltc 72 auszubildcn, die den Kontaktic- 
rungsllecken 70 cnlspreehen. Die Rillcn 6 musscn nicht aus- 
gebildci wcrdcn. In diescm Fall wird die Schulzlagc 1 zu- 
sainnien mil dem Wafer 11 in dem Waferschneideschrill ge- 
schnillcn. Auch in diescm I ? all konncn, da das Schul/icil 
nichl von dem TIalblcitcrchip enUeml wcrdcn muB und die 
Schulzlagc 1 fesl mil dem Ilalblcilerwafer 11 verbunden 
wcrdcn kann. Bruchsiuckc und inn Abtrennen dcr Schulz- 
lagc 1 vcrhindert wcrdcn. 

Die Schulzlagc I in dem voriicgenden Ausfuhrungsbci- 
spiel kann die Kappenabschnine 5 aufweiscn. wie sic in Fig. 
1 gc/cigl sind, oder flach sein. wie es in den Fig. 10 und 1 1 
gczcigt ist. Die beweglichcn Abschniltc musscn nicht aus 
beiden Obcrllachen des TIalbleitcrwafers freiticgen, sondcrn 
konncn aus Icdiglich ciner Obcrllachc des Wafers freilicgcn, 
wie cs in dem crsicn Ausfuhrungsbcispiel dcr voriicgenden 
lirlindung dargcslclll ist. 

Im ubrigen ist in den zuvor beschricbencn Ausfiihrungs- 
beispiclen. wic cs in den Fig. 5 bis 7. 9. 12 und 13D gczeigi 
isi. dcr Ilalblcilerchip 200. 300. 400 oder 500 mil den 
Schutzlcilen 14, 15, 63 oder 73 bcdecki und isi cin Um- 
fangsrandabschnitt 51 jedes Schur/lcils an ciner Innenscitc 
cincs Umfangrandabschnitts 52 jedes Ilalblcitcrchip ange- 
ordnet. Dies isi so. da dcr Bercich dcr Schulzlagc 1, an dent 
das Walcrschncidcn durchgefiihrl wird, in dem Schul/.lagen- 
bercieh-Iinlfernungsschritl cntfernt wird. um die Rillcn 6 
oder die Offnungsabschnitte 3 aus/.ubilden. Da dcr Um- 
fangsrandabschnitt 51 des Schuizteils an dcr Innensciic des 
Umfangsrandabschnilts 52 des Ilalblcilerchip angcordnct 
isi, isi cs schwicrig, daB die Waferschncideklinge das 
Schut/.icil bcruhrt. Als lirgcbnis wcrdcn kaum Bruchstuckc 
dcr Schulzlagc cr/.cugi und trill das Abtrennen des Schuiz- 
teils nicht auf. 

Wcnn die Unil'angsnindanschniltc des Schul/.tcils und des 
Ilalblcilerchip an dcr gleichen Position vorgeschen sind, isi 
cs wahrschcinlich. daB das Schui/.tcil von dem Chip abge- 
trcnni wird. wcnn die Seitenllachcn, die obcrcn Winkclab- 
schnitle, dcr Randabschnitt oder dcrgicichcn des Chip ge- 
handhabt oder gcklcmmt wcrdcn. Im Gcgensalz da/.u trill 
bci den ITalblciierchips 200 bis 500, da dcr Umfangsrandab- 
schnitt 51 des Schutztcils an dcr Innenscitc des Umfangs- 
randabschnilts 52 des Chip angcordnct ist. um anderc Tcile 
nichl zu beruhrcn. das Abtrennen des Schutztcils wahrend 
dcr Ilandhabung kaum auf. 

Naehslehend crfolgl die Bcschreibung cincs sechslen 
Ausfuhrungsbcispicls dcr voriicgenden lirlindung. 

Die Fig. 14A bis \6C zeigen cin Vcrfahrcn /.um Ilcrstcl- 
lcn ciner Ilalblcilcrvorrichiung gcmaB deni sechslen Aus- 
fuhrungsbcispiel der voriicgenden lirlindung auf cine slu- 
fenartige Weisc. Das scchsie Ausfuhrungsbcispiel der vor- 
iicgenden lirlindung vcrwcndcl cincn Ilalblcilerwafer 11. 
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von dem bcidc Obcrllachen wic in dem dritten Ausfuh- 
rungsbcispiel der voriicgenden Rrfindung verarbcilct wcr- 
dcn. Die Ilalbleitcrvorrichlung in dem voriicgenden Aus- 
fuhrungsbcispiel wird fur cincn cine Kapaziial erfassenden 

5 Bcschleunigungsscnsor vcrwcndcl. Dcr Ilalblcilerwafer 11 
wcisl von dcr hinlcrcn Obcrfiache verarbciletc Abschniltc 
41 als Offnungsabschniltc dcrart auf, daB lirfassungsab- 
schnillc 10a von vordcrcn und hinlcrcn Obcrllachen des Wa- 
fers 11 freilicgcn. Jeder dcr lirfassungsabschniuc 10a be- 

to stchl aus ciner beweglichcn lilckl rode und ciner festen Hlck- 
ircxic. 

Wie es in Fig. 14A gc/cigl isi. isi cin Klcbstoflilm bzw. 
cine Klcbslofflagc 42 an der hinlcrcn Obcrllachc des Ilalb- 
icilcrwafcrs 11 angebracht. Fig. 14B /.cigl cine Moniagevor- 

15 richiung 4 zum Ausbildcn von Schulzkappenabschnittcn 5. 
Die Montagevorrichiung 4 ist cine Schcibc und wcisl mch- 
rcrc Verticfungcn auf ciner Oberflachc von ihr zum Ausbil- 
dcn dcr Kappcnabschnitlc 5 und mchrcre Tocher b/.w. 
Durehgangslocher 3 auf, die mil den Verticfungcn 2 in Vcr- 

20 bindung slchen und sich an dcr andcrcn Obcrfiache von ihr 
zur Vakuumanziehung offnen. 

Als nachstes wird, wic cs in Fig. 14C gczcigt ist, cine Va- 
kuumcinspannsiufc 600 in Konlaki zu dcr Montagevorrich- 
iung 4 an ciner den Vcrticfungen 2 gcgcnuherlicgcndcn 

25 Scile angeordncL Die Vakuumcinspannsiufc 600 wcisl in 
sich cin Druckleitloch 601 auf. Das Druckleilioch 601 sichl 
an cinem Iindc von ihm mil den jewciligen Iaichcrn 3 und 
mil cincm andcrcn Iindc von ihm mil ciner Vakuumpumpc 
bzw. Decompression spumpc in Vcrbindung. Die Monlage- 

30 vorrichlung 4 und die Vakuumcinspannsiufc 600 sind durch 
cincn O-Ring 602 abgcdichtcl. Die Vakuumanziehung kann 
durch das Druckleilioch 601 in ciner Richiung durchgefiihrl 
wcrdcn, die in Fig. 14C durch cincn Pleil P dargcstellt isi. 
Als niichsies wcrdcn, wie es in Fig. 14D gczeigi ist, die 

:v> Montagevorrichiung 4 und die Vakuumcinspannsiufc 600 
auf cine Temperatur (zum Bcispiel ungefahr 70°C) crwiirmt. 
die imslande ist, die Schulzlagc 1 zu defonnicren. Danach 
wird in dem Moniagevorrichlungs-Befcstigungsschritt die 
Schut/.lagc I an der Obcrllachc dcr Moniagcvorrichtung 4 

40 bcfestigl, wahrend die Vakuumpumpc bctricben wird, um 
die Vakuumanziehung durchzufiihrcn. DeiugeniaB wird. wie 
es in dem crsten Ausfuhrungsbcispiel der voriicgenden Er- 
findung beschricben worden ist. die Schut/.lagc 1 dcrart de- 
formicrt, daB sic die Kappenabschnitte 5 aufweist. die sich 

45 von eincr Seite ciner Klebstoffobcrflachc la /.u ciner Obcr- 
llachc lb cntlang den Verticfungcn 2 hin durch cine An/.ie- 
hungskrafl einbculcn, die von den Lochcrn 3 ausgciibi wird. 
Zu diescm Zeitpunkt wird ein Chipvereinzclungsrahmcn 
603 an cincm AuUcnumfangsabschnitl dcr Schulzlagc 1 an- 

50 gcordnci. um cine Flachheil der Schulzlagc 1 zu erhalten. 
Als niichsies wcrdcn in dem Wafcrverhindungsschrilt, der 
in Fig. 15A ge/.cigl ist, dcr Ilalblcilerwafer 11 und die 
Schulzlagc 1 im wcscntlichcn auf die gleichc Weise wie in 
dem crsicn Ausfuhrungsbcispiel dcr voriicgenden Irirlindung 

55 der art zueinandcr positionicrt, daB die Erlassungsabschnitle 
10a den jeweiligcn Kappcnabschnitten 5 gegenuncrliegcn. 
Dann wcrdcn die vordcrc Oberflachc des Halbleilcrwafers 
11 und die KlebsiotTobcrflache la der Schulzlagc 1 milcin- 
ander verbunden und wcrdcn dicse dann auf Raumtempcra- 

60 iur abgekiihlt. wahrend ihr Zustand erhalien wird. 

Nach cincm Abkiihlcn wird in cinem Verstarkungsplat- 
ten-Installationsschriti, dcr in Fig. 15B gczcigt ist, cin Vcr- 
stiirkungs wafer 604, dcr im Durchmesser grbBer als dcr 
Ilalblcilerwafer 11 isi, auf dcr hinlcrcn Oberflachc des Klcb- 

65 stofiihns 42 als cine Vcrstarkungspialic angcordnct. Die 
Schut/.lagc 1 wird mil dent Vcrsiiirkungswafer 604 an dem 
AuBcnumfangsabschnitl dcr KlcbstotVobcrflachc la von die- 
scm verbunden. wodurch die Schut/.lagc 1 und dcr Ilalblci- 
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lerwafcr 11 an dcm Vcrstiirkungswafer 604 hefesiigi wcr- 
dcn. Als Tirgcbnis wird dcr Vcrsliirkungswafcr 604 dcran 
angeordnci, daB cr dcr Obcrflachc dcr Montage vorrichtung 
4. an dcr die Vcrliefungen 2 ausgcbildct sind. ubcr den Wa- 
fer 11 und die Schulzlage 1, die sich dazwischen behnden, 5 
gcgcntibcrlicgi. 

Als niichsles wird die Monlagcvorrichlung 4 von dcr 
Schul/.lagc I gclosl. In dcm vorliegendcn Ausfiihrungsbci- 
spiel wird ein Druck ubcr die Monlagcvorrichlung 4 in einer 
Richlung. <lic durch cincn Plcil P in Fig. 15B dargcsiellt isl. 10 
auf die Schutzlage 1 ausgeiibi (Druckausubungs-I-6se- 
schritl). (icnauer gesagi wird die Vcrbindung des lindes des 
Drucklcii lochs 601 von dcr Vakuumpumpe zu cincr Druck- 
zufuhr vorrichtung (nicht gczcigi. zum Beispiel cin Kom- 
pressor) umgcschallcl. Das Umschaltcn dcr Vcrbindung 15 
kann durch Umschallcn cines Tx:ilungssyslems (wic zum 
Beispiel cincs Schlauchsysicnis) dcr Vakuumpuinpc zu ei- 
nent Lciiungssyslem dcr Druckzufuhrvorriehtung durch ci- 
ncn Schallkolbcn odcr dergleichen durchgefuhrt werden. 

Die Druckzufuhrvorriehtung liefer! Gas, wic zum Bci- 20 
spiel kompriruierlc Luft oder komprimicrtcn Slickslotf (Nj) 
ubcr das Druckleilloch 601 in die Ix>cher 3. uni dadurch die 
Druckausiibung mil cineni Druck von ungefahr 0,03 MPa 
durch/.utuhrcn. Die Kappcnabschniitc 5 werden durch die 
GroBc des Drucks nicht dcronnicrl. In diesem unlcr Druck 2.5 
gescl/.ten Zustand wird dcr Vcrstiirkungswafer 604 zusum- 
mcn mil dcm Tlalblcilerwafer 11 und der Schulzlagc 1 von 
dcr Monlagcvorrichlung 4 gclosl. Zu diesem Zeilpunki 
wird, da der Tlalblcilerwafer 11 von dcm Vcrstiirkungswafer 
604 an dcr hinicrcn Obcrflachc von ihm getragen wird. dcr 3D 
Tlalblcilerwafer 11 wahrend des Ixjsens nichi defonniert 
(gewolbi) und bcschiidigi. Fig. 15C zcigl den Zustand, nach- 
dem das Ix)scn ausgcfuhrl worden isl. 

Als niichsles wird in eineni Vorsliirkungsplallen-Hntfer- 
nungsschritt. dcr in Fig. 16A gczcigi isi. dcr AuBcnum- '« 
fangsabschniti dcr Schulzlagc 1 durch Abtrcnnen cm term 
und wird dcmgemiiB dcr Vcrsiarkungswalcr 60 von dcm 
TTalblciicrwafcr 11 cnifcrnt. Da dcr Vcrsliirkungswafcr 604 
Icdiglich den Klcbstoffilm 42 bcriihn, kann dessen Abtrcn- 
nen einfach durchgefuhn werden. Als niichsles wird, wic cs 40 
in Fig. 16B gczcigi ist. cine Chipvcrcinzclungslagc 12 an 
der hinicrcn Obcrflachc des Klebsloffilms 42 angebrachl 
und wird dcr Wafcrschncidcschritl unter Vcrwcndung cincr 
Wafcrschneidcklingc 605 ausgcfuhrl. Danach wird, wic cs 
in Fig. 16C gczcigi ist, die Schulzlagc 1 cntfcml, urn da- 45 
durch den IlalblcilerwaJcr 11 in ('hips zu icilcn. Im ubrigen 
dicnen die Monlagcvorrichlung 4, dcr Vcrslarkungs wafer 
bzw. die Vcrsiarkungsplauc 604. das Druckleilloch 601 und 
die Druck/.ufuhrvorrichtung b/.w. Druckausubungsvorrich- 
tung in dcm vorliegendcn Ausfuhrungsbcispicl dcr vorlic- 50 
genrien F.rfindung ziisammenwirkcnd als cine Wafer-Txise- 
vorrichtung. 

GcmiiB dcm Verfahrcn des vorliegendcn Ausfuhrungsbci- 
spicls wird, nachdem dcr Tlalblcilerwafer 11 mil dcr Klcb- 
stolfoberniichc la der Schulzlagc 1 verbunden worden ist, 55 
die fesi an der Monlagcvorrichlung 4 befestigt isl, die 
Schulzlagc 1 zusammcn mil dcm Tlalblcitcrwafcr 11 von dcr 
Monlagcvorrichlung 4 gclosl. Wcnn die Schulzlagc 1 von 
dcr Mont age vorrichtung 4 gclosl wird, wird cin Druck ubcr 
die Monlagcvorrichtung 4 in ciner Richlung, in welchcr die 60 
Schulzlagc 1 gelosl wird, auf die Schulzlagc 1 ausgeiibi. 

DcmgemaB kann dcr HaJblcitcrwafcr 11, der mil dcr 
Schulzlagc 1 verbunden ist. einfach unter cincm Druck ab~ 
genommen werden. ohnc irgcndwclchc Beschadigungcn 
aufzuweiscn. Dahcr kann das Ix3scn des Wafers gcmiiB dcm 65 
Verfahrcn der vorliegendcn Krfindung mil cincr hohen Bear- 
bcilbarkeil und cincm hohen Durchsalz durchgefuhn wer- 
den. Der Vcrstiirkungswafer 604 muB nicht iimncr angewen- 
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del werden. ist abcr wirkungsvoll, um die Beschadigungcn 
an dcm Tlalblcilerwafer 11 zwcckmiiBigcr zu verhindcrn. 

Die Monlagcvorrichlung 4 in dcm vorliegendcn Ausfuh- 
njngsbcispicl wcist die Vcrliefungen 2 und die T .ocher 3 auf, 
die mil den Vcrliefungen 2 in Vcrbindung sichen, und die 
Schulzlagc 1 wird cntlang den Vcrliefungen 2 dcrari defor- 
miert, daB sic die Kappcnabschniitc 5 aufweisi. Die Kap- 
pcnabschnillc 5 schulzcn die hcwcglichen Abschnitle des 
TTalblciterwafcrs vor cincr Obcrllachcnspannung und cincm 
Wasscrdruck wahrend des Wufcrschncideschriiis. Anderer- 
scits wird die Abmessung jedes TTalbleilerchips Jahr fur Jahr 
vcrringerl. so daB die Anzahl der Chips, die durch eincn Wa- 
fer ausgebildet werden, auf zum Beispiel 2(M) bis 3(XX) er- 
hohl wird. 

In cincm dcrartigen 1 -alt erfordert die groBc Anzahl von 
Chips mindeslcns die gleiche Anzahl von Kappenabschnit- 
tcn. DcmgemiiB ist cs crforderlich. daB die Monlagcvorrich- 
lung zum Ausbildcn der Kappcnabschniitc 20(X) bis 3000 
Vcrliefungen auf sich aufweist. In diesem Fall isl cs schr 
schwierig. die Schulzlagc I von dcr Monlagcvorrichlung 4 
loscn, da die Schulzlagc 1 cntlang den Vcrliefungen einge- 
beull isl. GcmiiB dcm vorliegendcn Ausfuhrungsbcispicl 
kann jedoch die Schutzlage audi in cincm dcrartigen Pall 
einfach gclosl werden, um dadurch das zuvor beschriebene 
Problem zu loscn. 

Die Monlagcvorrichlung 4 kann Icdiglich flach scin, ohnc 
die Vcrliefungen 2 aufzuweisen, und lediglich 1x3c her 3 kon- 
ncn in dcr Monlagcvorrichlung 4 ausgcbildct scin. In diesem 
Fall werden die Kappcnabschnitic 5 nicht an dcr Schulzlage 
1 ausgcbildel. Dicsc Andcrung bceinlrachligt ubcrhaupl 
nicht den liffekl cincs cinfachen Ix3sens dcr Schulzlagc 1 
von dcr Monlagcvorrichlung 4 durch Druckausiibung. Ob- 
glcich sowuhl cine Vakuumanzichuug als audi cine Druck- 
ausiibung durch die Locher 3 durchgefuhn werden, kann die 
Monlagcvorrichtung 4 andcrc Locher lediglich fur cine 
Druckausiibung aufweiscn. 

Das Verfahrcn dcr vorliegendcn liriindung, das zuvor be- 
schricben worden isl, beinhallcl keincn Schulzlagcnbereich- 
Fnlfcrnungsschrill, dcr in den erslcn bis lunflcn Ausfuh- 
rungsbeispiclen der vorliegendcn liriindung beschricben 
worden isl. Jedoch kann auch dann, wcnn dcr Schutzlagen- 
Fntfcrnungsschrilt ausgefuhrt wird, dcr Effekl des vorlie- 
gendcn Ausfiihrungsbeispiels ebenso hcrvorgcbrachl wer- 
den. Zum Beispiel konnen die Bcreichc der Schutzlage 1, 
die den Rilzbercichen entsprechen, zwischen dcm Schritl, 
dcr in Fig. 14D gczcigi isl, und dcm Schritl, dcr in Fig. 15A 
gczcigi ist, cnifcrnt werden. Auch wcnn die Schutzlage 1 
dcmgemiiB geicill wird. wird. da die Schulzlage 1 durch Va- 
kuumabsorption an dcr Monlagcvorrichtung 4 befesligt isl, 
die gcleillc Schulzlagc 1 nicht gelockert, urn voncinander 
getrcnnl zu werden. 

Die Vcrsiarkungsplauc dcr Wafcr-Lbscvorrichiung isl 
nichl auf den Vcrstiirkungswafer, wie zum Beispiel eincn Si- 
liziumwafer, beschranki, sondem kann cine Druckvorrich- 
tungsplauc 606 scin, die in den Fig. 17A und 17B gczcigi 
isl. In cincm abgcwandeltcn Ausfuhrungsheispiel dcr vorlie- 
gendcn Hrfindung, das in den Fig. 17A und 17B gezcigt isl, 
bcsichi die Druckvorrichiungsplattc 606 aus Aluminium 
und wcist cine Oberflache 607 und Vorsprungsabschnillc 
608 auf. die von dcm AuBcnumfangsabschnitl der Obcrfla- 
chc 607 zu dcr Montagevorrichtung 4 hin hervorstchen. Die 
Flachc der Obcrflachc 607 isl groBcr als die des Ilalblciicr- 
wafcrs 11. 

In cincm Vcrslarkungsplalien-Insiallalionsschriii. dcr die 
Druckvorrichiungsplatlc 606 verwendet, werden, nachdem 
die Vakuumanziehung gcsioppt worden isl. wie cs in Fig. 17 
gczcigi ist. die Druck vorrichtungsplaitc 606 und die Monla- 
gcvorrichlung 4 durch Befesiigungsschraubcn 609 rniicin- 
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andcr bcfcsiigi, die in Schraubcnltichcr der Druckvorrich- 
tungsplatle 606 unci dcr Mont age vorrichtung 4 eingebraelu 
werden. DcmgcmaB wcisl die Oberfiache 607 dcr Platte 6 
cinen hcsi.iiunilen Spall zu dem KlehsiolYilrn 42 auf, dcr mil 
deni Ilalblciierwafer 11 verbunden ist. Die vordcrcn linden 5 
dcr Vbrsprungsabschnillc 608 werden von dcr Oberfiache 
dcr Moniagevorrichlung 4 ubcr den AuBenumfangsab- 
schnitt dcr Schulzlage 1 gchaltcn. 

Als niichsics wird bci eineni Druckausiibungs-Txisc- 
schrin, dcr die Druckvorriehtungsplalie 606 verwcndel, wie H) 
sic zuvor heschrieben worden ist, dcr Druck ubcr die Mon- 
tage vorrich lung 4 in cincr Richlung. in weichcr die Schutz- 
iage 1 zu loscn ist, auf die Schulzlage 1 ausgeubt. Denige- 
rnaB wird die Schutziage 1 Icicht von dcr Monlagevorrieh- 
tung 4 gctrcnnl, wic cs in Fig. 17B gczcigl ist. Die hinterc t-5 
Oberfiache des Halbleiierwafers 11 grenzt liber den Klcb- 
siofhlm 42 an die Obcrilachc 607 dcr Druckvorrichtungs- 
plattc 606 an und wird von dcr Oberfiache 607 gchallcn. 
l olglich kann zweekmaBiger vcrhindert werden, daB der 
Ilalbleiterwaler 11 bcschiidigl wird. Danach werden die He- 20 
fcsligungsschraubcn 609 gclost. so daB die Druckvorrieh- 
tungsplalie 606 von dent Ilalblciierwafer 11 gclost wird. 

Wic cs zuvor beschricben worden ist. wird der Vcrstiir- 
kungswafcr 604 (lurch die Klebstoflobcrflaehc la dcr 
Schutziage 1 an deni Ilalblciierwafer 11 und der Schulzlage 2.5 

I bcfcsiigi. die an deni AuBenunifungsabsehniii des Versiar- 
kungs wafers 604 klcbt. Dcshalb vcrbleiben KlebstofTe auf 
dciu Vcrsliirkungswafer 604 nach dessen Vcrwendung. 
Wcnn der Vcrstiirkungs wafer 604 erneul als cine Verslar- 
kungsplatle verwendet wird. ist cs nolwcndig, zu verhin- 30 
dem. daB dcr Ilalblciierwafer 11 durch die Klebsioifc vcrun- 
reinigi wird. die auf deni Verslarkungswafer 604 vcrbleiben. 
Da das Posit ioniercn zwischen dein Verslarkungswafer 604 
und dcrn Ilalblciierwafer II nichf cinfach ist. rnufi dcr Vcr- 
sliirkungswafer 604 gercinigi werden, hevor cr erneul ver- 
wcndci wird. um die Verunrcinigung des Halbleiierwafers 

II zu vcrhindcrn. 

Andcrerscils wcisl die Druckvorriehtungsplalie 606, die 
zuvor beschricben worden isl. die Vorsprungsabschnitte 60S 
an ihreni Aul3cnutnfangsabschnitt auf, und hallcn die \br- 40 
spmngsabschnittc 608 den Ilalbleiterwaler II. Das Posilio- 
nicren zwischen dcrn Ilalbleiterwaler 11 und der Druckvor- 
richtungsplaltc 606 kann unier Vcrwendung dcr Vorsprung- 
sabschnitte 608 als Bczug cinfach ausgefuhrt werden. Da 
kcin Klcbsiolf an dcr Druckvorriehtungsplalie 606 klcbi, 45 
gibi cs kcinc Moglichkcit, den Halblcilcrwafcr 11 durch den 
Klcbstofl" zu vcrunreinigen. 

Die Druekvorrichiungsplalie 606 inuB nicht gercinigi 
werden. wenn sic erneul verwcndel wird, was zu cincr Ver- 
cinfachung des Herstel lungs verfahrens fiihrt. 50 

Obglcich die vorliegendc liriindung unter Bc/.ugnahnie 
auf die vorhcrgehenden Ausfuhrungsbeispielc der vorlie- 
genden liriindung gczcigl und beschricben worden ist, ist cs 
fur Fachleute offcnsichtlich. daB Andcrungcn in der I ; orm 
und in) Detail durehgefiihrt werden konnen, ohnc den Um- 55 
fang der vorliegenden liriindung zu vcriasscn, wic er in den 
bcilicgendcn Anspruchcn definiert isl. 

/.um Bci spiel kann die Tlalbluiiervorrichtung bci der vor- 
liegenden liriindung aus eineni ITalbleilerchip bestehen. der 
mil Ilarz vcrkapsclt ist. In den zuvor beschricbenen Ausfuh- «» 
rungsbcispiclcn der vorliegenden liriindung wcisen die 
Schutzicile verschiedene Strukturcn. wic zuni Bcispiel ci- 
nen Kappenabschnitt, cinen Spall, dcr durch KlebstofTe de- 
finiert ist. und cine Vcrticfung auf. die durch cinen lixcimcr- 
lascr ausgebildet wird, uin dadurch cine Bcruhrung mil den 65 
bcweglichcn Abschnittcn des Halbleiierwafers zu vcrhin- 
dcrn. Jedoch isl die Struklur des Schutzlcils nicht auf dicsc 
bcschriinkl. In den zuvor beschricbenen Ausfuhrungsbci- 



spiclen der vorliegenden liriindung konnen, obglcich inch- 
rcre Schutzicile aus cincr Schutziage ausgebildet werden, 
die an dcr MonLagcvorrichtung bcfcsiigi ist, die Schuizteile 
cinzcln ausgebildet und Pes I auf der Mont age vorrichtung an- 
gcbracht werden. Die zuvor beschricbenen Ausfuhrungsbei- 
spielc dcr vorliegenden liriindung konnen ausgcwiihll und 
zweckmaBig ntiieinander kombinicrt werden. Die vorlie- 
gendc liriindung ist nicht auf cine I lalblciicrvorrichiung bc- 
schriinkl, die cinen bcweglichcn Abschniti aufweisi, son- 
dern kann an anderen Ilalb lei lervor rich! ungen und Vcrfah- 
ren zuni Tlerslellen dcr Vorriehl ungen durch '/crteilcn cines 
JlaJbJeilerwufers. der mil einer Schutziage bedeck t isl. in 
Chips durch Chipvcreinzelung angewendet werden. 

Wic cs zuvor beschricben worden ist, wird cine Schutz- 
iage an cincr IVToni age vorrichtung bcfcsiigi und werden Bc- 
rcichc der Schutziage cnllernl, die Bereichen cntsprcchen, 
an denen cin /crteilcn durch Chipvcreinzelung durchzufuh- 
rcn ist, um Rillcn auszubilricn. Dunn wird cin rialblcitcrwa- 
fcr an cincr der Montage vorrichtung gcgcnuberlicgcnden 
Seilc mil dcr Schulzlage verbunden und wird die Montage- 
vorrichtung von der Schulzlage und deni Halblcilcrwafcr 
gclost, die milcinander verbunden sind. Danach wird dcr 
Ilalblciierwafer durch Chipvcreinzelung cnllang den Rillcn 
der Schulzlage in TTalbleiicrchips zcrteilt. Da die Schutziage 
nichl durch die Chipvcreinzelung zcrteilt wird, werden 
kcinc Bruchsfuckc dcr Schulzlage crzcugU was cine Vcrun- 
rcinigung an den Chips vcrhindert. 

Palenlanspruchc 

1. Verfahrcn zuni Ilerstcllcn cincr nalblcitcrvorrich- 
tung, das die folgenricn Schrilie aufweisi: 
Befestigen eincr Schutziage (1) an cincr Montagevor- 
richlung (4); 

lintfcrncn cines Waferschncidebereichs der an dcr 
Montagcvorrichtung (4) bcfcsiigi.cn Schutziage (1); 
Verbinden cines Halbleiierwafers (11) mil dcr Schutz- 
iage (1) an eincr der Mon t age vorriehl ung (4) gegen- 
ubcrliegenden Scite, wobei die Schutziage (1) an dcr 
Mon i age vorriehl ung (4) bcfcsiigi ist; 
loosen der Schutziage (1) und des IlaJbleilcrwafers (11) 
von der Moniagcvorrichtung (4), wodurch dcr Halblci- 
lcrwafcr (11) aus dem Waferschneidebercich frcilicgt, 
an deni die Schutziage (1) entfernt isl: und 
Zcneilcn des Halbleiierwafers (11) cnllang des Wafer- 
schncidebereichs durch Chipvcreinzelung. 

2. Verfahrcn nach Anspruch 1, das weitcrhin die fol- 
genden Schrilie aufweisi: 

Ausbilden cines AnschluBflachenabschnitls (21) auf ei- 
ncr Obcrilachc des Halbleiierwafers (11), die mil der 
Schulzlage (1) zu verbinden isl; 

derartiges lintfcrncn cines Anschlul3!lachenabschnitls 
der Schutziage (1) zusammcn mil dem Waferschneide- 
bercich, daB cin Offnungsabschniil (23) zum Freilcgen 
des AnschluBHachenabschnitts (21) aus dicseni ausge- 
bildet wird, wenn der Ilalblciierwafer (11) und die 
Schulzlage (1) milcinander verbunden sind; und 
Verbinden cines Drahis (33) mil deni AnschluBllachcn- 
abschnill (21). der aus deni Offnungsabschniil (23) der 
Schutziage (1) frcilicgt, nach cinem Zertcilcn des 
Halbleiierwafers (11) cnllang des Waferschncidebe- 
reichs durch Chipvcreinzelung. 

3. Verfahrcn nach Anspruch 1 odcr 2, bci dem das Ent- 
fcrncn des Waferschncidebereichs der Schutziage (t) 
durch derartiges Abtrcnncn des Wafcrschncidcbcrciehs 
ausgefuhrt wird, daB cine Rillc (6) ausgebildet wird. 

4. Verfahrcn nach eineni der Anspriiehe 1 bis 3. bci 
dem die Schulzlage (1) aus cinem sich bci Warme zu- 
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summenziehendcn Kunslstoflilm bcstchi. 

5. Verfahrcn nach cinem dcr Anspruchc 1 bis 4, das 

wciicrhin eincn Schriu cincs Anbringens cincr riicksei- 

ligen Luge (42) an dcm Halhlcilerwafcr (11) an cincr 

dcr Schuizlage (1) gcgcnubcrlicgcndcn Scilc vor cinem 5 

/cncilcn dcs Halblcitcrwafcrs (11) aufwcist. 

(>. Verfahrcn nach cincm dcr Anspruchc 1 bis 5. bci 

dcm die Schuixlagc (1) (lurch Vakuumabsorption an 

dcr Moniagcvorrichlung (4) be Test ig I wird. 

7. Vcrl'ahrcn nach cinem dcr Anspruchc 1 bis 6, bci 10 
dcm das Loscn dcr Schuizlage (1) und dcs Tlalbleitcr- 
wafers (11) von dcr Moniagcvorrichlung (4) cin Aus- 
Ubcn cincs Drucks aufdic Schutzlagc (1) von dcr Scilc 
dcr Moniagcvorrichlung (4) bcinhailcl. 

8. Vcrtahrcn zum ITcrstcllcn cincr Ilaiblcitcrvorrich- 15 
lung, das die folgcndcn Schrillc aufwcist: 
Vorbcrciicn cincs Ilalblcilcrwafcrs (11) und cincr 
Schui/lagc (1): 

Ausbildcn cincs Konlaklierungsneckens (70) auf cincr 
Ilauplllaehc dcs Ilalblcilcrwafcrs (11); 20 
Ausbildcn cincs Offnungsabschnitls (72) in dcr Schutz- 
lagc (1); 

dcrarligcs Vcrbindcn dcr Ilauptflachc dcs Tlalbleilcr- 
waf'ers (11) mil dcr Schutzlagc (1), daB dcr Kontaktic- 
rungsHcckcu (70) aus dcm Offnungsabsehniti (72) frci- 25 
licgi: und 

dcrarligcs Zcrteilcn dcs Ilalblcilcrwafcrs (11) durch 
Chipvereinzclung. daB cine Ilalbleilervorrichlung aus- 
gcbildel wird, die mil dcr Schul/.lagc (1) bedeckt isi 
und den Komaklicrungsfleckcn (70) aufwcisi, dcr aus 30 
dcm Offnungsabsehniti (72) frciliegl. 

9. Vcrl'ahrcn nach Anspruch 8, das wciicrhin die fol- 
gcnilcii Schrillc aufwcisi: 

Vorbcrciicn cincs Subsirats (80), das cincn Icilcndcn 
Ahschnill (81) auf sich aufwcist: 35 
Anordnen dcr Tlalhleitcrvomchlung auf dcm Subsirai 
(80), wobci dcr KonlaklicrungsHeckcn (70) den Icilcn- 
dcn Ahschnill (81) beruhrl; und 

clcktri scries Vcrbindcn dcs Kontakticrungstlcckens 
(70) mil dcm Icilcndcn Abschnitt (81). 40 

10. Vcrl'ahrcn nach Anspruch 8 odcr 9, das wciicrhin 
die folgcndcn Schrillc aufwcisi: 

Bcfcsligcn dcr Schmzlagc (1) an cincr Moniagcvor- 
richlung (4) durch Vakuumabsorplion, bevor der Off- 
nungsabschnitt (72) in dcr Schutzlagc (1) ausgcbildel 45 
wird; und 

Loscn dcr Moniagcvorrichlung (4) von dcr Schuizlage 
(1) nach dcm Vcrbindcn dcs Ilalblcilcrwafcrs (11) mil 
dcr Schutzlagc (1). 

11. Vcrl'ahrcn nach Anspruch 10, bci dcm das Losen 50 
dcr Moniagcvorrichlung (4) von dcr Schmzlagc (1) cin 
Ausiiben cincs Drucks aufdic Schutzlagc (1) durch cin 
Loch (3) bcinhailcl, das in dcr Moniagcvorrichlung (4) 
vorgesehen isl. 

12. Vcrl'ahrcn /urn Hcrsicllcn ciner Halblcitervorrich- 55 
lung, das die folgcndcn Schrillc aufwcisi: 

Bcfcsligcn cincr Schul/.lagc (1) an cincr Moniagcvor- 
richlung (4); 

Vcrbindcn cincs ITalbleitcrwafcrs (11) mil dcr Schutz- 
lagc (1) an eincr dcr Moniagcvorrichlung (4) gegen- 60 
ubcriiegenden Seitc: und 

Loscn dcr Schutzlagc (1) und dcs Ilalblcilcrwafcrs (11) 
von dcr Moniagcvorrichlung (4) durch eincn Druck, 
der von der Scitc dcr Moniagcvorrichlung (4) aufdic 
Schutzlagc (1) ausgcubt wird. 65 

13. Vcrfahrcn nach Anspruch 12, bci dcm dcr Druck 
auf die Schuizlage (1) durch cin Loch (3) ausgcubt 
wird, das in dcr Moniagcvorrichlung (4) vorgesehen 



ist. 

14. TIalbiciicrvorrichtung, die aufwcist: 

cincn Ilalblcitcrchip (200; 300; 400; 500). dcr durch 
Zcrteilcn cincs Ilalblcilcrwafcrs (11) durch Chipver- 
cinzclung vorgesehen isl; und 

cin Schutztcil (14; 51: 63; 73), das auf dcm Ilalblcitcr- 
chip (200; 300; 400; 500) angcordnet isl, wobci das 
Schuizicil (14; 51; 63: 73) zum Schutzcn dcs Halblci- 
icrchip (200; 300; 400; 500) dicni. wenn dcr Halbleiicr- 
wafcr (11) durch Chipvereinzclung zertcih wird. wobci 
cin Umfangsrandabschnitl (51) dcs Schuizicils (14: 51; 
63: 73) an cincr Innenseilc cincs Umfangsrandab- 
schnills (52) dcs ITalblciierchip (200; 300; 400; 500) 
vorgesehen ist. 

15. TIalbleiicrvorrichtung, die aufwcist: 

cinen Ilalblcitcrchip (500), der durch Zcrteilcn cincs 
Ilalblcilcrwafcrs (11) durch Chipvereinzclung vorgese- 
hen ist; 

cincn Kontaktierungsflccken (70). dcr auf cincr Obcr- 
flachc dcs Ilalblcitcrchip (500) angcordnet ist: und 
cin Schutztcil (73), das auf dcr Obcrllachc dcs Halblei- 
tcrcinp (500) angeoranct ist und cincn Offnungsab- 
schnin (72) aufwcist. aus wclchem dcr Kontaktierungs- 
flccken (70) frcilicgt, wobci das Schuizicil (73) zum 
Schui/.cn dcs Ilalblcitcrchip (500) dicnt, wenn der 
ITalblciterwafer (11) durch Chipvereinzclung /.erieilt 
wird. 

16. Wafer-I^dsevorrichlung, die aufwcist: 

cine Moniagcvorrichlung (4) zum fcsicn Haltcn cincr 
Schutzlagc (1) auf sich, wobci die Schutzlagc (1) zum 
Schutzcn eincs ITalbleitcrwafcrs (11) durch Bedcckcn 
dcs Ilalblcilcrwafcrs (11) dicnt; und 
cine Druckausubungscinriclilung /.uni dcrarligen Aus- 
ubcn eincs Drucks auf die Schutzlagc (1). daB die 
Schuizlage (1) durch den Druck zusammen mil dcm 
Tlalblciterwafcr (11), wclchcr an eincr der Moniagc- 
vorrichlung (4) gegen ubcriiegenden Seitc mil der 
Schuizlage (1) vcrbunden isl, von dcr Moniagcvorrich- 
lung (4) gclosl wird. 

17. Wafer-Ixisc vorrichtung nach Anspruch 16, bci dcr 
die Druckausubungseinrichlung den Druck durch cin in 
dcr Montage vorrichtung (4) vorgeschencs Durch- 
gangsloch (3) ausiibi. 

18. Wafer- Lose vorrichtung nach Anspruch 16 odcr 17, 
bci der: 

die Montagevorrichtung (4) einc Mehrzahl von Vertie- 
fungen (2) auf eincr Obcrfiachc von ihr zum festcn Hal- 
tcn dcr Schutzlagc (1) und cine Mehrzahl von Lochcm 
(3) aufwcisi, die mil jcwciligen dcr Mehrzahl von Ver- 
tiefungen (2) vcrbunden sind; und 

die Moniagcvorrichlung (4), die auf sich befestigic 
Schuizlage (1) cntlang dcr Mehrzahl von Vcrtiefungcn 
(2) durch Absorption deformierl, die durch die Mehr- 
zahl der Lochcr (3) durchgefuhrt wird. 

1 9. Wafer-Ixiscvorrichtung nach cinem der Anspruche 
16 bis 18, die wciicrhin einc Vcrstarkungsplattc (604; 
606) zum Tragen dcs Halblcitcrwafcrs (11) an cincr dcr 
Schuizlage (1) gegcnubcrliegendcn Scitc aufwcisi, 
wenn die Schutzlagc (1) und dcr Halblciterwafer (11) 
von der Moniagcvorrichlung (4) gelost werden. 

20. Wafer- Losevorrichtung^nach Anspruch 19, bei dcr 
die Vcrslarkungsplaiic (604; 606) eine Tragerobcrfla- 
che (607) zum Tragen das Halblciierwafers (11 ) und ci- 
ncn Vorsprungsabschnili (608) aufweisi, der von cinem 
AuBcnumfangsabschniu dcr Tragcrobcrtl ache (607) zu 
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dcr Moniagcvorrichlung (4) hin hcrvorsichi. 
Ilier/.u 14 Sciie(n) Xoichnungen 

5 



10 



15 



21) 



25 



30 



35 



40 



45 



50 



55 



65 



\ 



- Leerseite - 



ZEICHIMUNGEN SEITE 1 



Mummer: DE 100 13 067 A1 

IntCI.'; H 01 L 21/78 

Offeniegungstag: 21. September 2000 




la 



s 

lb 

2 





002 038/122 



ZEICHNUNGEN SEITE 2 



Nummer: 
Int. CI.': 

Offenlegungstag: 



DE 100 13 067 A1 
H 01 L 21/78 

21. September 2000 




002 038/122 



ZEICHNUNGEN SEITE 3 

Mummer: DE 100 13 067 A 1 

,nt - CI.': H 01 L 21/78 

Offenlegungstag: 21. September 2000 




002 038/122 



ZEICHNUNGEN SEITE 4 , .-■ 

Nummer: DE10013067A1 

Int. CI. 7 : HOI L 21/78 

Offenlegungstag: 21 . September 2000 




002 038/122 



ZEICHNUNGEN SEITE 5 



Nummer: 
Int. CI. 7 : 

Offenlegungstag: 



DE 100 13 067 A1 
H 01 L 21/78 

21. September 2000 



S2-^ 
S1- 




31(200) 14 



»-21 



• -21 



»-21 



23 



23 



S^S1^^4T21 23 




Hh- 21 (23) 
^--21 (23) 
^—21 (23) 
^--Ul (23) 



31 (200) 14 



002 038/122 



ZEICHNUNGEN SEITE 6 



Mummer: 
Int. CI/ : 

Offenlegungstag: 



DE10013067A1 
HOI L 21/78 

21. September 2000 



FX. & 







en r "3? — C£ 2 v v 




\ / v" 



(j) 14 6 !4 6 ^ 14 



11 

-42 



7 



<§> 10 



C2 CI 



14 




S3 S S S S 3 S 



10 



-42 















\\\\\\\\ - 



Cii) 



-300 
•42 



002 038/122 



2EICHNUNGEN SEITE 7 



Nummer: 
int. CI. 7 : 

Offenlegungstag: 



DE 100 13 067 A1 
H01L 21/78 

21. September 2000 




ZEICHNUNGEN SEITE 8 



Nummer: 
Int. CI. 7 : 

O^fenlegungstag: 



DE100 13 067A1 
H 01 L 21/78 

21. September 2000 




63 _ . 63 / 3 

63 ®6 V 63 6 63 



V 



V 



X 



3: 



11 

•42 



Cay 



NZa 



400 




400 

4- 



3 



400 61 60 



XX: 



X 



WW 



1 1 

42 



1 



® 



X. 



12a 



61 60 





4 


mm 











-400 
•42 



002 038/122 



ZE1CHNUNGEN SEITE 9 



Nummer: 
Int. CI.': 

Offenlegungstag: 



DE100 13 067A1 
H 01 L 21/78 

21. September 2000 



S2 



SI ,' 61 



i L 



63 



21 23 
-400 



002 038/122 



ZEICHNUNGEN SE1TE 10 - 

(Mummer: DE100 13 067A1 

IntCI.': H OIL 21/78 

Offenlegungstag: 21. September 2000 



21 70 6? 60 70 




SO 70 



002 038/122 



ZEICHNUNGEN SEITE 1 1 



Mummer: DE100 13 067A1 

IntCt. 7 : H OIL 21/78 

Offenlegungstag: 21. September 2000 



41 10a 



i 

42 



502 



J/ 



T 7 ; 



652 3 




2 3 




601 



600 




603 



002 038/122 



ZEICHNUNGEN SEITE 12 



Mummer: 
Offenlegungstag; 



DE10013 067A1 
HOf L 21/78 

21. September 2000 



10a 5 



\oodZ, \nnn r^ N^iPrj r^ "^S nnn r^ \ 



7V(/AT/7V(/A 



it ) 

603 




la 



002 038/122 



ZEICHNUNGEN SEITE 13 



Nummer; 
Int. CI. 7 : 

Offenlegungstag: 



DE10013 067A1 
H01L 21/78 

21. September 2000 



5 10a 




%J 




<4) 



1 

42 



41 



I0DDC 



605 



-42 

12 



1 1 

42 



12 



002 038/122 



ZEICHNUNGEN SEITE 14 



Nummer: 
Int. CI. 7 : 

Offeniegungstag: 



DE 100 13 067 A1 
H 01 L 21/78 

21. September 2000 




606 




002 038/122 



